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昭 和 5 0 年 4  刀
昭 和 5 0 作 5 月
昭 和 5 0 年 1 0 打
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昭 和 5 8 年 1 1 刀
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科 学 技 術 庁 長 官 奨 励 賞
恩 賜 発 明 賞
松 永 賞
科 学 技 術 庁 長 官 奨 励 賞
大 河 内 記 念 技 術 賞
日 本 学 士 院 質
科 学 技 術 功 労 賞
屯 子 通 伝 学 会 奘 紬 賞
東 北 地 ガ 発 明 賞 宮 城 県 支 部 長 賞
業 綬 褒 亦
大 河 内 記 念 技 術 賀
特 許 庁 長 官 奨 励 賞
井 上 春 成 賞
ジ 十 ツ ク ・  A  ・ モ ー ト ン 1 ' 1
又 化 功 労 者
屯 子 通 信 学 会 功 粘 賞
仙 介 市 名 誉 市 民
朝 日 賞
第 U 回 江 目 発 明
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昭和61年1月
昭和61干H月
昭和62年3月
昭和62手4月
昭和63年4月
昭和63年12月
平成元年5月
平成元年8月
平成元年10月
平成元年U月
河北文化負
本田賞
第開回日本放送協会放送文化賞
第46回注目発明
第47回注目発明
ソ述科学アカデミー会員
フンボルト大学名誉博士
10CG 口ーディス質
NIM 賞
文化勲章
職歴
昭和28年4月東北大学電気通信研究所助手
昭和29年5月東北大学電気通信研究所助教授
東北大学電気通信研究所數授昭和37年12月
昭和58年.4月~61年3月東北大学電気通信研究所所長
平成元年4月東北大学電気通信研究所所長
学会ならびに社会における活動
昭和34年1月~英国物理学会特別会員
昭和36年5月~(財)半導体研究振興会主任研究員
昭和38年4月~(財)半導体研究振興会理事
昭和38年4月~認年3月(財)半導休研究振興会常務理事
昭和43年5月~(財)半導体研究振興会半導体研究所長
昭和"年1月~米国電気電子学会特別会員
(ネ士)応用物理学会評議員昭和47,娼年
(ネ士)テレビジ,ン学会評議員昭和47,娼年
N永総合技術研究所放送技術研究委員会委員昭和55年~
昭和56年10月~61年9月科学技術庁創造科学技術批進事業完全結晶
プロジェクト総括責任者
昭和57年~59年5月(社)電子通信学会副会長(葬事)
昭和59年5月~(社)電子通信学会名誉員
昭和59年5月~(ネD電気学会名誉員
昭和59年5月~61年8月日本電信電話(株)電気通信技術委員会特別委員
昭和61年2月~文部省学術審議会委員
昭和61年4月~平成元年3月(則)半導体研究振興会常務理事
昭和61年9月~日本電信電話住幻電気通信技術委員会委員
昭和62年4月~日本放送協会放送技術審議会員
昭和62年5月~63年5月(社)選子情報通信学会会長
昭和62年5月~英国電気学会特別会員
(ネDテレビジ,ン学会名誉員昭和62年5月
昭和62年10月~科学技術庁創造科学技術推進事業テラヘルツ
プロジェクト総括責任者
昭和63年4月~(財)電気磁気材料研究所評議員
昭和63年4月~(財)メカトロニクス技術高度化財団理事
昭和63年6月~住幻小電力高速通信研究所技術顧問
平成元年5月~(ネD日中科学技術文化センター会長
平成元年5月~(社)レーザー学会理事

編書(編著書),著書,共著書
半導体装置
(昭和36年3月,近代科学社)
半導体材料
(昭和43年11月,近代科学社)
オプトエレクトロニクス
(昭和52年8月,共立出版社)
著
竃子工学基礎論
(昭和55年9月,丸善)
作
闘う独創技術
(昭和56年5月,日刊工業新聞社)
目
独創
録
(昭和56年5月,財団法人半導体研究振興会)
「十年先を読む」発想法
(昭和60年1月,講談社)
愚直一徹一私の履歴書一
(昭和60年10月,日本経済新聞社)
科学時代の発想法
(昭和60年11月,講談社)
西澤潤一の独創開発論
(昭和61年2月,工業調査会)
独創は闘いにあり
(昭和61年3月,プレジデント社)
続独創
印召和61年5月,財団法人半導体研究振興会)
「技術大国・日本」の未来を読む
(平成元年9月, PHP 研究所)
,
半導体研究第1巻
(昭和39年7月,工業調査会)
半導体研究第2,3巻
(昭和42年3月,工業調査会)
2半 導 体 研 究 第 4 , 5 巻,
( 昭 和 " 年 3 月 , 工 業 調 査 会 )
半 導 体 研 究 第 6 巻
( 昭 和 4 5 年 3 月 , 工 業 調 査 会 )
半 導 体 研 究 第 7 巻
( 昭 和 4 6 年 3 月 , 工 業 調 査 会 )
,
半 導 体 研 究 第 8 巻
( 昭 和 4 7 年 3 月 , 工 業 調 査 会 )
,
半 導 体 研 究 第 9 巻
( 昭 和 4 8 年 3 月 , 工 業 調 査 会 )
半 導 体 研 究 第 1 0 巻
( 昭 和 4 9 年 3 月 , 工 業 調 査 会 )
半 導 体 研 究 第 U 巻
( 昭 和 5 0 年 3 月 , 工 業 調 査 会 )
半 導 体 研 究 第 1 2 巻
( 昭 和 5 1 年 3 月 工 業 調 査 会 )
半 導 体 研 究 第 1 3 巻
( 昭 和 5 2 年 7 月 , 工 業 調 査 会 )
,
半 導 体 研 究 第 N 巻
( 昭 和 5 2 年 1 2 月 , 工 業 調 査 会 )
,
半 導 体 研 究 第 1 5 巻
( 昭 和 5 3 年 4 月 , 工 業 調 査 会 )
半 導 体 研 究 第 1 6 巻
( 昭 和 5 4 年 8 月 , 工 業 調 査 会 )
半 導 体 研 究 第 Ⅱ 巻
( 昭 和 5 7 年 6 月 , 工 業 調 査 会 )
半 導 体 研 究 第 1 8 巻
( 昭 和 5 7 年 5 月 , 工 業 調 査 会 )
,
半 導 体 研 究 第 1 9 巻
( 昭 和 5 7 年 8 月 , 工 業 調 査 会 )
半 導 体 研 究 第 2 0 巻
( 昭 和 認 年 8 月 , 工 業 調 査 会 )
半導体研究第飢巻
(昭和60年3月,工業調査会)
半導体研究第22巻
(昭和60年8月,工業調査会)
半導体研究第23巻
(昭和60年8月,工業調査会)
半導体研究第24巻
(昭和61年8月,工業調査会)
半導体研究第25巻
(昭和61年8月,工業調査会)
半導体研究第26巻
(昭和62年8月,工業調査会)
半導体研究第27巻
(昭和62年8月,工業調査会)
半導体研究第28巻
(昭和63年8月,工業調査会)
半導体研究第29巻
(昭和63年8月,工業調査会)
半導体研究第30巻
(平成元年8月工業調査会)
3
半導体研究第31巻
(平成元年8月,工業調査会)
Semiconductor Techn010gies
(昭和57年, OHMSHA LTD and North・H0Ⅱ日nd publish血g company)
,
Semoconductor Techn010gies, V01.8
(昭和58年, OHMSHA LTD and North・H0Ⅱand publishin宮 Company)
Semoconductor Techn010gies, V01.13
(昭和59年, OHMSHA LTD end North、H0Ⅱand publishin曾 Compeny)
Semoconductor Techn010gies, V01.19
(昭和61年, OHMSHA LTD end North・H0Ⅱ日nd publishing company)
4論 文 , 共 著 論 文
半 導 体 の 整 流 機 構 に つ い て  q )
( 昭 和 2 5 年 1 0 月 , 物 性 論 研 究 , 第 3 1 号 , 第 7 0 頁 )
半 導 体 の 整 流 機 構 に つ い て ( Ⅱ )
( 昭 和 2 5 年 1 2 月 , 物 性 論 論 研 究 , 第 3 3 号 , 第 8 1 頁 )
半 導 体 の 整 流 機 構 に つ い て ( Ⅲ )
( 昭 和 2 6 年 1 月 , 物 性 論 研 究 , 第 3 4 号 , 第 1 7 頁 )
黄 鉄 鉱 地 質 温 度 計 に つ い て
( 昭 和 2 6 年 3 月 , 科 学 , 第 2 1 頁 , 第 1 4 0 頁 )
半 導 体 の 整 流 機 構 に つ い て ( Ⅳ )
( 昭 和 2 6 年 8 月 , 物 性 論 研 究 , 第 4 1 号 , 第 9 6 頁 )
半 導 体 の 整 流 機 構 に つ い て ( V )
( 昭 和 2 6 年 8 月 , 物 性 論 研 究 , 第 4 1 号 , 第 1 0 7 頁 )
変 復 調 器 用 珪 素 整 流 器 に 関 す る 研 究 資 料
( 昭 和 2 6 年 1 0 月 , 通 研 基 礎 研 究 部 委 託 研 究 報 告 , 第 Ⅱ 3 号 )
結 晶 整 流 器 に 関 す る 研 究 〔 2 〕
( 昭 和 2 7 年 3 月 , 電 気 工 学 論 文 集 , 第 4 巻 2 号 , 第 1 0 0 頁 )
結 晶 整 流 器 に 関 す る 研 究 〔 幻
( 昭 和 2 7 年 3 月 , 電 気 工 学 論 文 集 , 第 4 巻 2 号 , 第 1 0 5 頁 )
正 孔 射 入 の 機 構 と  S w e p t i n t r i n s i C 型 に お け る  L i f e t i m e  に つ い て
( 昭 和 2 8 年 , 第 8 回 日 本 物 理 学 会 シ ン ポ ジ ウ ム )
面 接 触 型 珪 素 整 流 器 の 究 明
( 昭 和 2 8 年 , 昭 和 2 8 年 度 電 々 公 社 委 託 研 究 報 告 )
S i l i c o n  w i d e  p 、 n  J u n c t i o n
( 昭 和 3 0 年 ,  s c i .  R e p .  R I T U , 第  6  巻 3  - 4  号 , 第 玲 3 頁 )
E f f e c t  o f  s u r f a c e - T r e e t m e n t  o n  t h e  c r y s t a l  R e a c t i 丘 e r  σ )
( 昭 和 3 0 年 9 月 ,  s c i .  R e p .  R I T U , 第  7  巻  2  号 , 第 7 5 頁 )
A  f e w  N o t e s  o n  s t a t i s t l c s  o f  R e c o m b l n a t l o n  a n d  T r a p p l n g  l n  s e m i c o n d u c t o r
( 昭 和 3 0 年 1 2 月 ,  s c i .  R e p .  R I T U , 第 7  巻  3  号 , 第 1 7 1 頁 )
接 合 型 ト ラ ン ジ ス タ 増 幅 回 路 の 設 計 に つ い て
( 昭 和 3 1 年 1 月 , 通 信 学 会 ト ラ ン ジ ス タ 回 路 研 究 専 門 委 員 会 資 料 )
Space charge conduction in the semiconductor unipolar Junction (1)
(昭和31年3月, sci. Rep. RITU,第 7 巻4 号,第219頁)
Space charge conduction in the semiconductor unipolar Junction σD
(昭和31年12月, sci. Rep. RITU,第 8 巻3 号,第11頁)
Space charge conduction in the semiconductor unipolar Junction (11D
(昭和32年3月, sci. Rep. RITU,第 9 巻 1号,第39頁)
Space charge conduction in the semiconductor unipolar Junction (1V)
New Type Transistor and photo・devices [1]
(昭和32年9月, sci. Rep. RITU,第 9 巻第 2号第]23頁)
電気炉の温度制御の一方式について
(昭和33年5月,東北大通研サイバネティックス研究会)
Simplified Theory on lnductive lmpedance of p・n Junctlonn
(昭和33年7月, sci. Rep. RITU,第10巻 1号,第妬頁)
ResistanceHigh Frequency properties of the Avalauchlng Negatlve
(昭和33年9月, sci. Rep. RITU,第10巻 2 号,第91頁)
High Frequency power Gein of the Drlft-Type Translstor
(昭和33年9月, sci. Rep. RITU,第10巻 2 号,第75頁)
Distributed contact Theory of the Junction Translstor Maxlmum power
Determlnation ln Translstor
(昭和33年9月, sci. Rep. RITU,第10巻 2 号,第109頁)
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Estimation of High Frequency propertles of the Thermal-Avalanche Negatlve
Reslstance Diode
(昭和34年, sci. Rep. RITU,第Ⅱ巻 1号,第 1 頁)
半導体チ,ークィンダクタンスダイオードの研究( D
(昭和34年6月,電気通信学会トランジスタ研究専門委員会資料)
トランジスタの最大電力と等価回路の適用範囲
(昭和34年6月,電気通信学会トランジスタ研究専門委員会資料)
分布定数型半導体ダイオードによる広帯域パラメトロン増幅について
(昭和34年Ⅱ月,電気通信学会マイクロ波真空管研究専門委員会資料)
分布型半導イ本ダイオードによる広帯域パラメトリック増幅について
(昭和35年1月,電気通信学会マイク寸波真空管研究専門委員会資料)
分布型半導体ダイオードによる広帯域ハ゜ラメトリック増幅について
(昭和35年1月,電気通信学会トランジスタ研究専門委員会資料)
,
6P 、 N 接 合 の イ ン ピ ー ダ ン ス
( 昭 和 3 5 年 4 月 , 電 気 通 信 学 会 ト ラ ン ジ ス タ 研 究 専 門 委 員 会 資 料 )
合 金 型 タ イ オ ー ド の 逆 方 向 特 性 に 関 す る 一 実 験
( 昭 和 3 5 年 4 月 , 電 気 通 信 学 会 ト ラ ン ジ ス タ 研 究 専 門 委 員 会 資 料 )
半 導 体 に よ る マ イ ナ ス L と マ イ ナ ス C に つ い て
( 昭 和 3 5 年 , 電 気 通 信 学 会 ト ラ ン ジ ス タ 研 究 専 門 委 員 会 資 料 )
ハ ゜ ラ メ ト リ ッ ク 増 幅 器 用 ダ イ オ ー ド の 選 定
( 昭 和 3 5 年 , エ レ ク ト ロ ニ ク ス ダ イ ジ ェ ス ト , 2 0 号 , 第 1 4 5 頁 )
半 導 体 に よ る ア ド ミ ッ タ ン ス 増 倍
( 昭 和 3 5 年 1 2 月 , 電 気 通 信 学 会 ト ラ ン ジ ス タ 研 究 専 門 委 員 会 資 料 )
可 変 容 量 ダ イ オ ー ド と 可 変 イ ン ダ ク タ ン ス ・ ダ イ オ ー ト
( 昭 和 3 6 年 , 電 子 科 学 , 第 4 巻 2 号 , 第 4 7 頁 )
接 合 形 ト ラ ン ジ ス タ の 高 周 波 入 カ イ ン ピ ー ダ ン ス と 最 大 面 積 , ベ ー ス 抵 抗
( 昭 和 3 6 年 , 電 子 通 信 学 会 雑 誌 , 第 " 巻 5 号 , 第 7 6 7 頁 )
ミ ラ ー 効 果 に よ る ト ラ ン ジ ス タ の 定 数 の 側 定
( 昭 和 3 6 年 , 電 子 通 信 学 会 雑 誌 , 第 " 巻 7 号 , 第 1 0 7 7 頁 )
ア バ ラ ン シ ニ ・ ダ イ オ ー ド の 動 作 機 構 と 限 界
( 昭 和 3 6 年 , 電 気 通 信 学 会 ト ラ ン ジ ス タ 研 究 専 門 委 員 会 資 料 )
モ レ ク ト ロ ニ ッ ク ス フ ゜ ロ グ ラ ム ( 1 )
( 昭 和 3 6 年 , 日 本 金 属 学 会 誌 , 第 2 5 巻 5 号 , 第 1 4 9 頁 )
モ レ ク ト ロ ニ ッ ク ス プ ロ グ ラ ム ( Ⅱ )
( 昭 和 3 6 年 , 日 本 金 属 学 会 誌 , 第 2 5 巻 6 号 , 第 1 7 7 頁 )
半 導 体 チ . ー ク ィ ン ダ ク タ ン ス ダ イ オ ー ト
( 昭 和 3 6 年 7 月 , 半 導 体 の 新 し い 装 置 に つ い て )
リ ア ク タ ン ス ダ イ オ ー ト
( 昭 和 3 6 年 7 月 , 半 導 体 の 新 し い 装 置 に つ い て )
分 布 型 エ サ キ ダ イ オ ー ド 増 幅 器
( 昭 和 3 6 年 7 月 , 半 導 体 の 新 し い 装 置 に つ い て )
,
新 し い 方 式 に よ る モ レ ク ト ロ ニ ッ ク ス プ ロ グ ラ ム
( 昭 和 3 6 年 7 月 , 半 導 体 の 新 し い 装 置 に つ い て )
エ ミ ッ タ し ゃ 断
A u o y 、 D i f f u s e d  v a r i a b l e  c a p a c i t e n c e  D i o d e  w i c h  L a r g e  F i g u r e ・ o f ・ M e r i t
( 昭 和 3 6 年 9 月 , 1 .  R .  E .  T s a n s a c t i o n s ,  E D ・ 8 ( 5 ) ,  P P . 3 7 の
,
トランジスタエミッタ接地パラメータの寄生インピーダンスによる影響
(昭和37年1月電気通信学会トランジスタ研究専門委員会資料)
ベース接地におけるトランジスタパラメータの側定
(昭和37年1月,電気通信学会トランジスタ研究専門委員会資料)
半導体ダイオードの分布化とその周波数特性
(電気通信学会マイクロ波真空管研究専門委員会資料)
,
メサトランジスタの四端子定数
(昭和釘年3月,東北大学通研,第二分科会電子工学研究会)
シリコン合金ダイオードの逆特性について(Ⅲ)
(昭和37年5月,電気通信学会トランジスタ研究専門委員会資料)
分布型エサキダイオード増幅器の試作
(昭和37年5月,エレクトロニクスダイジェスト,第42巻,第190頁)
,
ユーリスタ回路の基本特性
(昭和37年6月,電気通信学会オートマンと自動制御研究会資料)
Ge液相エピタキシャル・グロースについて
(昭和37年8月,日本学術振興会薄膜委員会第131研究会資料, NO.39)
分布型江崎ダイオード増幅器
(昭和37年10月,トランジスタの研究)
,
ア,ぐランシュタイオー
(昭和37年10月,
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Theoretical Anelysis of the Amplificatlon by the Diode wlth Homogeneously
Dlstrlbuted structures
(昭和37年Ⅱ月, sci. Rep. RITU,第14巻 2 号,第63頁)
PeriodiC日Ⅱy Loaded Amplifier wlth Eseki Diode
(昭和37年11月, sci. Rep. RITU,第14巻 2 号,第79頁)
ド
トランジスタの研究)
Perturbation Method Analysis of the Dlstributed Type Esaki Diode Amplifler
(昭和37年11月, sci. Rep. RITU,第14巻 2 号,第95頁)
合金拡散法によるシリコン可変容量ダイオード
(昭和38年4月,電気通信学会トランジスタ研究専門委員会資料)
高周波トランジスタの一解析とその実験的検討
(昭和38年4月,電気通信学会トランジスタ研究専門委員会資料)
Silicon AⅡoy、Diffused variable capacltance Diode
(昭和38年, solid、state Electronics)
?
8周 期 配 列 形 エ サ キ ダ イ オ ー ド 増 幅 器
( 昭 和 3 8 年 7 月 , 電 気 通 信 学 会 誌 , 第 4 6 巻 7 号 , 第 9 0 5 頁 )
M e a s u r e m e n t  o f  t h e  b a s e  r e s i s t a n c e  o f  t h e  ] u n c t i o n  t r a n s l s t o r s  e s p e u a Ⅱ y
e f f e c t s  o n  t h e  b a s e  c u t  o f f
( 昭 和 3 7 年 9 月 ,  J .  o f t h e  l .  o f  E C E  o f  J a p a n , 第 4 5 巻  6  号 )
ト ラ ン ジ ス タ . ベ ー ス 抵 抗 の 測 定 に っ い て 特 に べ ー ス し ゃ 断 ( エ ミ ッ タ し ゃ 断 ) の 影 粋
( 昭 和 3 7 年 9 月 , 電 気 通 信 学 会 誌 , 第 4 5 巻 9 号 )
シ リ コ ン 合 金 接 合 の 逆 方 向 性 に つ い て
( 昭 和 3 8 年 4 月 , 電 気 通 信 学 会 誌 , 第 8 3 巻 4 号 )
P e r i o d i c a 1 1 y  L o a d e d  A m p l i f i e r  w l t h  E s a k i  D l o d e s
( 昭 ネ 脇 8 年 7 月 ,  J . o f  t h e  l .  o f  E C E  o f  J a p a n )
シ リ コ ン 合 金 ダ イ オ ー ド の 逆 方 向 特 性 ( Ⅳ )
( 昭 和 3 8 年 8 月 3 0 日 , ト ラ ン ジ ス タ 研 究 会 資 料 )
シ リ コ ン 合 金 ダ イ オ ー ド の 逆 方 向 特 性 ( Ⅳ )
( 昭 和 3 8 年 , ト ラ ン ジ ス タ の 研 究 , 第 4 号 )
π 型 等 価 回 路 の 周 波 数 依 存 性 に つ い て
( 昭 和 3 8 年 Ⅱ 月 1 9 日 , 電 気 学 会 ト ラ ン ジ ス タ 専 門 委 員 会 資 料 )
電 子 回 路 に よ る ニ ュ ー リ ス タ 線 路 の 基 本 的 性 質
( 昭 和 3 8 年 Ⅱ 月 , 電 気 通 信 学 会 誌 )
D i s l o c a t i o n s  i n  s i n g l e  c r y s t a l s  o f  s i 1 1 C o n  G r o w n  b y  t h e  F l o a t i o n g  z o n e
M e t h o d
( 昭 和 認 年 1 1 月 ,  s c i .  R e p .  R I T U , 第 1 5 巻  1 号 )
A  M e t h o d  o f  A p p r o x l m e t i n g  o f  D i f f u s e d  l m p u r 北 y
E x p o n e n t l a l  F u n c t i o n
( 昭 和 3 8 年 ,  s c i .  R e p .  R I T U , 第 1 5 巻  4 号 )
液 相 成 長 に よ る S i C 単 結 晶 の 試 作
( 昭 和 3 9 年 2 月 , 日 本 学 術 振 興 会 薄 膜 第 1 3 ] 研 究 会 資 料 ,  N O . 8 2 )
2 次 元 理 論 に よ る ト ラ ン ジ ス タ の 一 解 析
( 昭 和 3 9 年 3 月 , 電 気 学 会 ト ラ ン ジ ス タ 専 門 委 員 会 資 料 )
ト ラ ン ジ ス タ の 2 次 元 理 論 に よ る 解 析
( 昭 和 諦 年 5 月 , 電 気 学 会 ト ラ ン ジ ス タ 専 門 委 員 会 資 料 )
S i 合 金 ダ イ オ ー ド の 逆 方 向 特 性 に 関 す る 研 究 ( 5 )
マ イ ク ロ プ ラ ズ マ に 関 す る 研 究
( 昭 和 3 9 年 8 月 2 1 日 , 電 気 学 会 ト ラ ン ジ ス タ 専 門 委 員 会 資 料 )
D i s t r i b u t i o n  b y t h e
Measurement of the diffuslon constant of cariers
Strong electrlc fleld
(昭和39年9月, R.1. E. C.)
Effects of Roughening cleaved surfacesOn
In]ection Laser Dlodes
(昭和40年3月, Applied physics Letters, V01.6, NO.6)
シリコン表面の不活性機構について
(昭和40年3月,電気学会半導体接合専門委員会)
電界効果トランジスタの分布化
(昭和40年5月,電気学会トランジスタ専門委員会資料)
Measurements of lnternal parameters of Mlcroplasma
(1沼和40年5月, RIEC Tech. Rep.)
The current Flowing in a semlconductor wlth the unneg11glble Translt Tlme
(昭和40年7月, RIEC Tech. Rep.)
電界効果トランジスタの分布化
(昭和如年8打,電気学会トランジスタ専門委員会資料)
Semlconduct r lntoIn a
機械的圧力による転位の発生
N召和41年1月,電気学会トランジスタ専門委員会資料)
A Design Theory of variable capacitance Diode for Large AmP1北Ude
Operation (A Design Method of variable capacitance Diodes with an m-th
Power characteristic)
(昭和40年8月, RIEC Tech. Rep.)
the characteristics of GaAS
Photo diodesFrequency Response of si plN
(昭和40年, SRI NO.17 C、フ)
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トランジスタのπ型等価回路定数の周波数依存性一続報一
(昭和40年Ⅱ月,竃気学会トランジスタ専門委員会資料)
Transmission Loss in a Distributed Beam wavegulde
(昭和如年11月, RIEC Tech. Rep.)
直列エサキダイオー
(昭和如年Ⅱ月
Measurement of Hot carrler Diffuslon constant ln semlconductors
(昭和40年12月, Journal of Applied physics, V01.36, NO.12)
Propagation loss ln a D玲trlbuted Beam wavegulde
(昭和40年12月, proceedings ofthe lEEE, V01.53, NO.12)
ド発振の検討
電気通信学会非直線理論研究会資料),
1 0
F r e q u e n c y  v a r i e t i o n s  o f  π 一 E q u i v a l e n t  c i r c u l t  p a r e m e t e r s  o f  e  J u n c t i o n
T r a n s l s t o r
( 昭 和 4 1 年 1 月 ,  R I E C  T e c h .  R e p . ,  T R ・ 9 )
半 導 体 集 積 回 路 ( エ ピ タ キ シ ャ ル 技 術 の 応 用 に つ い て )
( 昭 和 4 1 年 2 月 , 第 1 3 1 委 員 会 研 究 会 資 料 番 号 1 1 9 )
T r a n s i t - t i m e  e f f e c t s  i n  s e m i c o n d u c t o r s
( " 召 和 4 1 年 2 月 ,  s o l i d  s t a t e  E l e c t r o n i c s ,  V 0 1 . 9 )
シ リ コ ン 電 極 の 電 気 的 性 質
( 昭 和 4 1 年 4 月 , 電 気 化 学 , 第 3 4 巻 4 号 )
分 布 型 エ サ キ ダ イ オ ー ド の パ ル ス 特 性
( 昭 和 4 1 年 4 月 , 電 気 学 会 ト ラ ン ジ ス タ 専 門 委 員 会 資 料 )
基 礎 技 術 , 半 導 体 製 造 技 術
( 昭 和 4 1 年 4 月 , 電 気 通 信 学 会 雑 誌 , 第 4 9 巻 4 号 )
オ プ ト エ レ ク ト ロ ニ ッ ク ス ー 方 向 性 半 導 体 変 成 器
( 昭 和 4 1 年 4 月 , 電 気 通 信 学 会 雑 誌 , 第 4 9 巻 4 号 )
P e r i o d i c  p o t e n t i e l  A p p r o a c h  t o  l m p u r l t y  B a n d
( 昭 和 4 1 年 4 月 ,  R I E C  T e c h .  R e p . ,  T R 、 1 の
C o m p o n e n t s  o f  t h e  T u n n e l  c u r r e n t  i n  s b ・ A 1 1 0 y e d  D i o d e s  a n d  i n  ( s n ・ s b ) ・
A 1 1 0 y e d  D i o b e s
( 昭 和 4 1 年 5 月 ,  R I E C  T e c h .  R e p ,  T R ・ 1 D
P u l s e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  D i s t r i b u t e d  E s a k i  D i o d e  a n d  i t s  A p p l i c a t i o n  t o
S 、 T  c o n v e r s i o n  e n d  t o  p a n e l  D i s p l a y
( 昭 和 4 1 年 5 月 ,  R I E C  T e c h .  R e p ,  T R 、 1 2 )
M e e s u r e m e n t s  o f  l n t e r n a l  p a r a m e t e r s  o f  e  M i c r o p l a s m a
( 昭 和 4 1 年 5 月 ,  J p n .  J .  A P P I .  p h y s . ,  V 0 1 . 5 ,  N O . 5 )
T r a v e l i n g 、 w e v e  F i e l d ・ E f f e c t  T r a n s l s t o r s
( 昭 和 4 1 年 6 月 ,  R I E C  T e c h .  R e p ,  T R ・ 1 3 )
M e a s u r e m e n t s  o f  R e s i s t i v i t y  o f  s l i c e s  o f  s e m i c o n d u c t o r  M a t e r 1 日 I s  e t  H i g h
F r e q u e n c y
( 昭 和 4 1 年 6 月 ,  R I E C  T e c h .  R e p . ,  T R ・ 1 5 )
不 純 物 拡 散 層 の 表 面 濃 度 の 算 出 表
( 昭 和 4 1 和 8 月 , 電 気 通 信 学 会 半 導 体 ト ラ ン ジ ス タ 研 究 会 資 料 )
ド リ フ ト ・ ト ラ ン ジ ス タ の π 形 等 価 回 路 定 数 の 周 波 数 依 存 性
( 昭 和 4 1 年 8 月 , 電 気 通 信 学 会 半 導 体 ト ラ ン ジ ス タ 研 究 会 資 料 ),
分 布 型 エ サ キ ダ イ オ ー ド の ハ ゜ ノ レ ス 特 性
( 昭 和 4 月 8 月 , 電 気 通 信 学 会 雑 誌 第 4 9 巻 8 号 )
Various structures of conductance Anomelies
Backward Diode
(昭和41年9月, RIEC Tech. Rep, TR、16)
Frequency variations of π、equivalent circuit paremeters of e Junction
Trensistor
(昭和41年4月,1nternational J. of Electronics, V01.20, NO.4)
Frequency Responce of si plN photodiode
(昭和41年12月,電気研究連絡委員会量子エレクトロニクス分科会資料)
分布型ダオオードによる表示とST変換
(昭和41年12月,静岡大学電子工学研究所研究報告,第7巻2号,渡辺学長古稀記念
号)
Si気相成長法
(昭和41年12月,静岡大学電子工学研究所研究報告,第7巻2号,渡辺学長古稀記念
号)
Trave11ing・wave Field・effect Translstors
(昭和41年8月,1nternetional J. of Electronics, V01.21, NO.2)
Near zero-Bias
A Design Method for variable capecitance Diodes withm、then
Characteristjc for e wide voltege Range
(昭和41年12月,1EEE Trans. on Electron Devices, V01.ED・13, NO.12)
分布型エサキダ'イオードの信号の集配及び撮像表示板への応用
(昭和41年12月,電気通信学会雑誌,第49巻12号)
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In
深い準位を持つP、n接合のインピーダンス
(昭和42年1月,電気学会トランジスタ専門委員会資料)
深い準位による雪崩特性の変化
(昭和42年1月,電気学会トランジスタ専門委員会資料)
Ga S
レーザーのフりツフ゜,フロップ
半導体レーザ・ダイオードによる高速論理回路の研究
(昭和42年1月,総合研究,光計算機の研季委員会資料)
レーザ・ダイオード
(昭和42年1月,総合研究,光計算機の研究委員会資料)
逆注入効率によるトランジスタの蓄積時間短縮法
トランジスタのパルス応答に関する研究一その8
(昭和42年2月,東北大学通研電子工学研究会資料)
逆注入効率によるトランジスタの蓄積時間短縮法
トランジスタのハ゜ノレス応答に関する研究一その9
(昭和42年2月,東北大学通研電子工学研究会資料)
PO^er
1 2
逆 注 入 効 率 に よ る ト ラ ン ジ ス タ の 蓄 積 時 闇 短 縮 法
ト ラ ン ジ ス タ の パ ル ス 応 答 に 関 す る 研 究 ( 8 )
( 昭 和 4 2 年 2 月 , 電 気 学 会 半 導 体 ト ラ ソ ジ ス タ 研 究 会 資 料 )
半 導 体 レ ー ザ の 動 イ 乍 機 構 に つ い て
( 昭 和 4 2 年 2 月 , 日 本 学 術 振 興 会 光 電 相 互 変 換 研 究 第 1 2 5 委 員 会 )
1 1 1 - 2  M O S
( 昭 和 4 2 年 1 月 , 薄 膜 電 子 工 学 シ ン ポ ジ ウ ム )
,
ト ラ ン ジ ス タ の π 形 等 価 回 路 定 数 の 周 波 数 依 存 性
( 昭 和 4 2 年 1 月 , 電 気 通 信 学 会 誌 , 第 5 0 巻 2 号 )
A  D e s i g n  T h e o r y  o f  v a r i a b l e  c a p a c i t a n c e  D l o d e s  f o r  L a r 宮 e  A m p l i t u d e
O p e r a t i o n  ( A  D e s i g n  M e t h n d  f o r  v a r i a b l e  c a p a C 北 a n c e  D i o d e  W 北 h  a n  m ・ t h
P o w e r  c h a r a c t e r i s t i c s )
( 昭 和 4 2 年 ,  s c i .  R e p .  R I T U ,  B 、 C  E l e c t .  c o m , 1 8 . 2 )
O n  a n  o p t i c a l  w a v e 曾 U i d e  w i t h  N o n u n l f o r m  D i s t r l b u t i o n  o f  t h e  R e f r a c t i v e
I n d e x
( 昭 和 4 2 年 3 月 ,  R I E C  T e c h n i c a l  R e p o r t ,  T R ・ 2 の
半 導 体 イ ン タ ク タ ン ス に つ い て
( 昭 和 4 2 年 4 月 , 電 気 通 信 学 会 電 子 回 路 部 品 の 材 料 研 究 会 資 料 ,  C P M 6 7 - 3 )
C o n t a c u e s s  M e s u r e m e n t
( 昭 和 4 2 年 3 月 ,  T h e
P P . 3 6 0 ~ 3 6 7 )
K i n e t i c s  o f  a n  o p t i c a l  w a v e  p o c k e t  i n  a  L e n s ・ h i k e
M e d l u m
( 昭 和 4 2 年 ,  R I E C  T e c h n i c a l  R e p o r t ,  T R ・ 2 D
,
U l t r a s o n i c  、 v a v e  G e n e r a t i o n  i n  A s i r 1 1 a t i o n g  n - G a A S
( 昭 和 4 2 年 4 月 ,  R I E C  T e c h n i c a l  R e p o r t ,  T R ・ 2 2 )
O f  R e s l s t i v l t y  o f  s ] i c e s
R e v l c e s  o f  s c l e n t i f l c
逆 注 入 効 率 に よ る ト ラ ン ジ ス タ の 蓄 積 時 問 短 縮 法
ト ラ ン ジ ス タ の バ ノ レ ス 応 答 に 鬨 す る 研 究 ( そ の 9 )
( 昭 和 4 2 年 5 月 广 電 気 通 信 学 会 半 導 体 ト ラ ン ジ ス タ 研 究 会 資 料 ,  S S D 6 7 - 3 )
電 子 工 学 よ り み 九 半 導 体 界 面 物 性 に つ い て
( 昭 和 4 2 年 6 月 , 電 気 化 学 , 第 3 5 巻  6  号 ,  P . 3 9 6 )
レ ー ザ ・ タ ' イ オ ー ド に 於 け る 光 強 度 の 電 流 依 存 性 と 指 向 性
( 昭 和 蛇 年 7 月 , 光 計 算 機 総 合 研 究 資 料 )
O f  s e m l o n d u c t o r s  M a t e r l a l s
I n s t r u m e n t s ,  V 0 1 . 1 3 8 ,  N O . 3 ,
シ リ コ ン 気 相 成 長 に 於 け る 光 照 射 の 効 果 と 格 子 欠 陥
( 昭 和 4 2 年 8 月 , 電 子 通 信 学 会 半 導 体 ト ラ ン ジ ス タ 研 究 会 資 料 ,  S S D 6 7 - 1 D
,
光計算機
(昭和42年8月,光学工業技術研究組合講演)
不均ーキャリア寿命トランジスタの蓄積時間短縮効果
トランジスタのパルス応答に関する研究 aの
(昭和42年9月,電子通信学会半導体トランジスタ研究会資料, SSD67-9)
液相成長法による半導体装置の製作
(昭和42年9月,日本学術振興会薄膜第131委員会第30回研究会資料)
不均ーキ十りア寿命トランジスタの蓄積時問効果
トランジスタのパルス応答に関する研究その10
(昭和42年10月東北大学通研電子工学研究会)
An optical wave曾Uide with the optimum Distrlbution of the Refrectlve lndex
With Reference to 、vaveform Distrbution
(昭和42年10月, RIEC Technical Report, TR・24)
Proposal of a New Thin Film wavegulde
(昭和42年10月, RIEC Technical Report, TR・25)
,
Measurements of Lifetime in GaAS Diodes
(昭和42年9月, J. AP11. phys, V01.38, NO.10, PP.4084~4086)
Compensation Effect of GaAS Junction Lasers
(昭和42年11月, RIEC Technical Report, TR・26)
Turn-on Mechanlsm of a Mlcroplasma
(昭和42年12月, RIEC Technical Report, TR・27)
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Optoelectronlcs goes digital
(昭和42年12月, Electronics, V01.40, NO.25, PP.117~122)
Kinetics of an optical wave packet in a hens・wike Medlum
(昭和42年12月, J. APPI. phys, V01.38, NO.12, PP.4807~481D
進行波形電界効果トランジスタ
(昭和42年12月,電子通信学会雑誌第50巻12号, PP.2259~2266)
N字及びS字特性を用い九ニューリスタ
(昭和43年1月,電子通信学会半導体トランジスタ研究会資料, SSD67-37)
一定量をもつ Pn ダイオード
(昭和43年1月,電子通信学会半導体トランジスタ研究会資料, SSD67-38)
Amplitude Modulation of Diode Laser Light ln Mi11imeter・wave Reglon
(1昭和43年1月, proc. of the lEEE, V01.56, NO.1, PP.135~136)
1 4
光 伝 送 路 に お い て , 遅 延 ひ ず み を 生 じ な い た め の 最 適 屈 折 率 分 布
( 昭 和 4 3 年 2 月 , 電 子 通 信 学 会 マ イ ク ロ 波 研 究 会 資 料 ,  M W 6 7 - 5 8 )
集 束 性 を 持 つ 媒 質 中 の 光 の 波 束 の 運 動 論 的 考 察
( 昭 和 4 3 年 2 月 , 電 子 通 信 学 会 マ イ ク ロ 波 研 究 会 資 料 ,  M W 6 7 - 5 7 )
C o m p e n s a t i o n  E f f e c t  o f  G a A S  J u n c t i o n  L a s e r s
( 昭 和 4 3 年 3 月 ,  J p n .  J .  A P P I .  p h y s . ,  V 0 1 . フ ,  N O . 3 ,  P P . 3 0 5 ~ 3 0 6 )
R e c o m b i n a t i o n  L i f e t i m e  i n  a  s e m i c o n d Ⅱ C t o r  L e s e r  D i o d e
( 昭 和 4 3 年 4 月 , 1 E E E  J .  o f  Q u a n t u m  E l e c t r o n i c s ,  V 0 1 . Q E ・ 4 ,  N O . 4 ,  P P . 1 4 3 ~
1 4 7 )
直 列 S C R の ハ ゜ ノ レ ス 伝 送 特 性
( 昭 和 4 3 年 5 月 , 光 計 算 機 総 合 研 究 委 員 会 資 料 )
ト ン ネ ノ レ 効 果 に よ る バ ノ レ ク 発 振
( 昭 和 4 3 年 6 月 , 電 子 通 信 学 会 半 導 体 ト ラ ン ジ ス タ 研 究 会 資 料 ,  S S D 6 8 - 1 4 )
光 計 算 機
( 昭 和 4 3 年 7 月 , 総 合 研 究 光 計 算 機 研 究 委 員 会 資 料 )
深 い 不 純 物 準 位 を 有 す る  P ・ n 接 合 ( 2 )
( 昭 和 4 3 年 8 月 , 電 子 通 信 学 会 半 導 体 ト ラ ン ジ ス タ 研 究 会 資 料 ,  S S D 朋 ・ 2 の
,
B u l k  o s c i 1 1 a t i o n  b y  T u n n e 1 1 n j e c t i o n
( 昭 和 4 3 年 8 月 ,  R I E C  T e c h n i c a ]  R e p o r t ,  T R ・ 3 1 )
低 温 焼 成 に よ る シ リ コ ン 表 面 の 不 活 性 化 と そ の 機 楢 に つ い て
( 昭 和 4 3 年 9 月 , 電 子 通 信 学 会 半 導 体 ト ラ ン ジ ス タ 研 究 会 資 料 ,  S S D 6 8 - 2 3 )
直 列 お よ び 並 列 型 ニ ュ ー リ ス タ 線 路
( 昭 和 4 3 年 9 月 , 電 子 通 信 学 会 回 路 と シ ス テ ム 理 論 研 究 会 資 料 ,  C T 朋 ・ 2 2 )
低 温 焼 成 し 九 シ リ コ ソ 表 面 の 不 活 性 化 機 構 に つ い て
( 昭 和 4 3 年 9 月 , 電 気 学 会 ト ラ ン ジ ス タ 専 門 委 員 会 資 料 , 4 3 - 1 5 )
ト ン ネ ル 効 果 に よ る パ ' ノ レ ク 発 振 ( 2 )
( 昭 和 4 3 年 1 0 月 , 電 子 通 信 学 会 電 子 装 置 研 究 会 資 料 ,  E D 6 8 - 3 の
O b s e r v a t i o n  o f  p a r t i a l  D i s l o c a t i o n  o f  a  s c r e w  T y p e  i n  E p i t a x l a l  s i l i c o n
L a y e r s
( 昭 和 4 3 年 1 0 月 ,  J p n .  J .  A P P I .  p h y s ,  V 0 1 . フ ,  N O . 1 0 ,  P P . 1 2 9 6 ~ 1 3 0 2 )
G a i n  F a c t e r  a n d  l n t e r n a ]  L o s s  o f  G a A S  J u n c t l o n  L a s e r s
( 昭 和 4 3 年 1 0 月 ,  J p n .  J .  A P P I .  p h y s ,  V 0 1 . フ ,  N O . 1 0 ,  P P . 1 3 0 1 ~ 1 3 0 2 )
An optical wave宮Uide with the optimum Dlstribution of the Refrectlve lndex
With Reference {'o wave-form Distortion
(昭和43年10月,1EEE Trans. MTT, V01.MTT、06, NO.10, PP.814~818)
Epitaxial Growth with Light lrradiation
(昭和43年11月, Jpn. J. APPI. phys., V01.フ, NO.11, PP.1332~]34D
Turn、on Mechanlsm of a Microplasma
(昭和43年12月, Jpn. J. APPI. phys, V01.フ, NO.12, PP.1453~1463)
N型GaASの熱処理効果
(昭和婦年12月,日本学術振興会薄膜第131委員会第41回研究会資料)
定K型能動回路のハ゜ノレス特性
(昭和"年1月,総合研究,生態情報に関する竃子工学・生理学的研究,第2回研究
会資料)
シリコンの気相成長層の構造欠陥
(昭和"年1月,電気学会トランジスタ専門委員会資料)
Annealing of N、Type GaAs under Excess Arsenide vaper
(昭和44年1月, Jpn. J. APPI. phys., V01.8, PP.623~633)
Capecitometry & photocepacitometry Analysls of Deep lmpurlty Levels ln
PN Junction
(昭和44年2月, RIEC Technical Report, TR・32, PP.1~28)
,
電界効果トランジスタのピンチオフ状態
(昭和44年3月,電子通信学会半導体トランジスタ研究会資料, SSD朋・45)
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複合りアクタンスダイオード
(昭和4年3月,電子通信学会半導体トランジスタ研究会資料, SSD能・44)
Photoresponse of the paramagnetic pesonance slgnals of Fe ln Gap
(昭和44年3月, J. phys. SOC. Japen, V01.26, P.1556)
TWO-11ne neuristor wlth active element in series and ln para11el
(昭和44年4月,1nt. J. Electronics, V01.26, PP.437~469)
光照射気相エピタキシャル法
(昭和"年5月,半導体研究Ⅳ,産報出版,第1~第13頁)
シリコンのエピタキシャル層の構造欠陥
(昭和U年6月,電子通信学会半導体トランジスタ研究委員会資料, SSD69-1の
N型GaASの赤外線反射
(昭和"年7月,東北大学電子工学研究会資料,第1~第21頁)
1 6
帰 還 型 り ア ク タ ン ス ダ イ オ ー ド に よ る 帯 域 炉 波 器 に つ い て
( 昭 和 " 年 7 月 , 通 信 方 式 ゼ ミ ナ ー ル 資 料 )
シ リ コ ン の 気 相 成 長 層 の S t a c k 血 宮  F a u H  s h a d o W  と 結 晶 方 位 依 存 性
( 昭 和 4 4 年 8 月 , 電 子 通 信 学 会 半 導 体 ト ラ ン ジ ス タ 研 究 会 資 料 ,  S S D 6 9 - 1 4 .
昭 和 U 年 9 月 , 東 北 大 学 電 子 工 学 研 究 会 , 第 1 ~ 第 1 6 頁 )
ト ン ネ ル 注 入 走 行 時 間 ダ イ オ ー ド に 関 す る  2 , 3 の 考 察
( 昭 和 " 年 8 月 , 電 子 通 信 学 会 電 子 装 置 研 究 会 資 料 ,  E D 6 9 - 1 9 )
接 合 形 電 界 効 果 ト ラ ン ジ ス タ の ド レ ー ン 飽 和 電 流 と チ ャ ネ ル 内 電 位 電 界 キ ャ リ ア 分 布
( 昭 和 4 年 9 月 , 電 子 通 信 学 会 論 文 誌 ,  V 0 1 . 5 2 ・ C , 第 5 3 9 ~ 第 5 4 6 頁 )
A  c y l i n d r i c a l  o r  T h i n  F i l m  w e v e 、 g u l d e  w l t h  F o c u s l n 宮  P r o p e r t i e s  a t  o p t i c a l
F r e q u e n c l e s
( 昭 手 口 4 4 年 9 月 , 1 9 6 9  E u r o p e a n  M i c r o w a v e s  c o n f e r e n c e ,  L o n d o n ,  P P . 1 ~ 4 )
P r e s e n t  s t a t u s  o f  s e m i c o n d u c t o r  D e v l c e s  &  1 n t e r 宮 r e t e d  c l r c u l t s  l n  J a p a n
( 昭 和 U 年 9 月 , で ん し  T o k y o ,  P P . 1 0 ~ 1 1 )
P o t e n t i a l  F i e l d  &  c a r r i e r  D i s t r i b u t i o n  l n  t h e  c h a n n e l  o f  J u n c t i o n  F l e l d ・ E f f e c t
T r a n s a c t i o n
( 昭 和 4 4 年 9 月 ,  T r a n s . 1 n s t .  E l e c t r o n i c s  c o m m .  E n g , S .  J a p e n ,  V 0 1 . 5 2 [ C ] ,
P P . 5 3 9 ~ 5 4 田
帰 還 形 り ア ク タ ン ス ダ イ オ ー ド に つ い て ; ( 半 導 体 イ ン ダ ク タ ン ス に つ い て )
( 昭 和 " 年 1 0 月 , 東 北 大 学 伝 送 工 学 研 究 会 資 料 , 第 1 ~ 第 3 0 頁 )
G 日 Ⅱ I u m
P h o t o s e n S 北 i v e  p e r a m a g n e t i c  R e s o n a n c e  l n  F e ・ D o p e d
( 昭 和 4 4 年 1 0 月 ,  p h y s .  S O C .  o f  J a p a n ,  P P . 9 2 4 ~ 9 2 8 )
S u r f a c e  o r i e n t a t i o n  E f f e c t  o f  t h e  s h a d o w  o f  t h e  s t a c k i n g  F o u l t
( 昭 和 4 4 年 1 0 月 ,  J .  A P P I .  p h y s . ,  V 0 1 . 4 0 ,  P P . 4 6 7 0 ~ 4 6 7 3 )
半 導 体 イ ン ダ ク タ ン ス に つ い て
( 昭 和 U 年 Ⅱ 月 , 東 北 大 学 伝 送 工 学 研 究 会 資 料 )
G a A S  レ ー ザ ー ダ イ オ ー ド 相 互 作 用
( 昭 和 4 4 年 1 1 月 , 電 子 通 信 学 会 半 導 体 ト ラ ン ジ ス タ 研 究 会 資 料 ,  S S D 6 9 - 3 4 )
3 . 9 . 分 布 形 増 幅 変 換 回 路
( 昭 和 4 年 Ⅱ 月 , 電 子 通 信 学 会 , 第 5 2 巻 , 第 1 4 2 3 ~ N 2 6 頁 )
L i g h t  E m i t t l n g  D i o d e s
( 昭 和 4 4 年 1 2 月 ,  J a p a n  E l e c t r o n i c  E n g i n e e r i n 宮 )
,
低 圧 ベ ー キ ン グ に よ る シ リ コ ン 表 面 の 不 活 性 化
( 1 珸 和 4 年 1 2 月 , 電 気 学 会 雑 誌 , 第 8 9 巻 1 2 号 , 第 2 3 1 5 ~ 2 3 2 4 頁 )
P h s p h i d e
FETの変調波特性
(昭和45年1司,電気学会トランジスタ専門委員会資料)
Anomalous Di丘Usion of phosphorus lnto si11Con
(昭和45年3月, Jpn. J. APPI. phys., V01.19, NO.3)
不純物拡散における Computer Aided Design
(昭和45年3月, CAD研究討論会資料)
Potential, Field and carrier Distribution in The channel of Junction Fleld・
Effect Translstors
(昭和45年, solid state Electronics, V01.13, PP.139~152)
複合りアクタンスダイオードの解析
(昭和45年5月,電子通信学会論文誌,第脇巻C,第5 号,第271~278頁)
掃還升3,jアクタンスダイオードー半導体インダクタンスとしてー
(昭和45年6月,電子通信学会論文誌,第53巻C,第6号,第370~377頁)
掃還形りアクタンスダイオードー並列共振素子としてー
(昭和45年6月,電子通信学会論文誌,第53巻C,第6号,第378~385頁)
シリコン中の金の深い準位(3)
(昭和45年8月,電子通信学会半導体トランジスタ研究会)
GaAS中の深い準位
(昭和45年8月,電子通信学会半導体トランジスタ研究会)
GaP中の深い準位
(昭和45年8月,電子通信学会半導体トランジスタ研究会資料, SSD70-23)
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Siの気相成長過程と欠陥との関連性
(昭和45年9月,電子通信学会半導体トランジスタ研究会資料, SSD70-29)
Neuristor propagation ln Low lmpedance Llne
(昭和45年8月,1nternational J. Electronics, V01.29, NO.2, PP.101~137)
光ICをどうとらえるべきか
(昭和45年11月,電子材料,第9巻第Ⅱ号)
Siの完全結晶エピタキシャル成長
(昭和45年12月,電気学会トランジスタ専門委員会資料, NO.45-17)
Effects of substrate on The Dislocation Denslty ln silicon
(昭和45年, seoU11nt. conf. Electrical Electronics Engineering 197の
シリコンの完全エピタキシャノレ成長
(昭和46年1月,電子通信学会半導体トランジスタ研究会資料, SSD70-5D
1 8
O b s e r v e t i o n  o f  N e u c l e u s  c e n t e r s  o n  s o l u t i o n - G r o w n  G e r m a n i u m  E p i t a x l a l
上 日 y e r s
( 昭 和 4 6 年 1 月 ,  J .  A P P I .  p h y s ,  V 0 1 . 4 2 ,  N O . 1 ,  P P . 4 8 6 ~ 4 8 7 )
S c r e w - T y p e  N u c l e u s  c e n t e r s  l n  s i l i c o n  E p i t a x l a l  G r o w t h
( 昭 和 4 6 年 1 月 ,  J .  A P P I .  p h y s ,  V 0 1 . 4 2 ,  N O . 1 )
イ ン ダ ク タ ン ス タ ' イ オ ー ド
P n  p n
( 昭 和 4 6 年 2 月 , 電 子 通 信 学 会 論 文 誌 , 第 5 4 巻 C , 第 2 号 , 第 1 6 3 ~ 1 7 1 頁 )
P n  p n  l n d u c t a n c e  D i o d e  ( a b s t r e c t s )
( 昭 禾 口 4 6 年 2 月 , 1 n s t .  E l e c t r o n i c s  a n d  c o m m u n .  E n g r s .  J a p e n )
X 線 二 結 晶 法 に よ る 結 晶 内 格 子 常 数 分 布 の 測 定
( 昭 和 4 6 年 2 月 , ト ラ ン ジ ス タ 専 門 委 員 会 資 料 )
G r o w t h  o f  l n l 、 X G a x p  c r y s t a l s  f r o m  s o l u t i o n
( 昭 和 4 6 年 3 月 ,  J p n .  J .  A P P I .  p h y s . ,  V 0 1 . 1 0 ,  N O . 3 ,  P . 3 8 8 )
技 術 展 望 半 導 体 の イ オ ン 打 ち 込 み 法 に つ い て
( 昭 和 4 6 年 3 月 , 電 子 通 信 学 会 誌 , 第 5 4 巻 第 3 ・ 号 , 第 3 7 8 ~ 3 9 2 頁 )
8 8 6 複 合 り ア ク タ ン ス , ト ラ ン ジ ス タ
( 昭 和 4 6 年 4 月 , 昭 和 4 6 年 度 電 子 通 信 学 会 全 国 大 会 )
8 6 7 帰 還 形 り ア ク タ ン ス , ト ラ ン ジ ス タ,
( 昭 和 4 6 年 4 月 , 昭 和 4 6 年 度 電 子 通 信 学 会 全 国 大 会 )
I n 1 Ⅸ G a " P  の 液 相 成 長
( 昭 和 妬 年 5 月 , 電 子 通 信 学 会 半 導 体 ト ラ ン ジ ス タ , 電 子 装 置 研 究 会 資 料 , S S D 7 1 - 1 D
錫 を 添 加 し 九 ガ リ ウ ム 砥 素 の 特 性
( 昭 和 4 6 年 5 月 , 電 子 通 信 学 会 半 導 体 ト ラ ン ジ ス タ , 電 子 装 置 研 究 会 資 料 , S S D 7 1 - 1 の
L a y e r  G r o w t h  i n  s i l i c o n  E p i t a x y
( 昭 和 4 6 年 6 月 , 結 晶 成 長 国 際 会 議 )
S i の 気 相 成 長 過 程 に 於 け る 二 次 元 成 長 機 構
( 昭 和 4 6 年 9 月 , 薄 膜 1 3 1 委 員 会 研 究 会 )
高 g m 低 出 カ イ ン ピ ー ダ ン ス  F E T
( 昭 和 4 6 年 7 月 , 電 子 通 信 学 会 電 子 装 置 研 究 会 資 料 ,  E D 7 1 - 2 5 )
N 型 G e A S の 熱 処 理 効 果
( 昭 和 4 6 年 8 月 , 電 子 通 信 学 会 半 導 体 ト ラ ン ジ ス タ 研 究 会 資 料 ,  S S D 7 1 - 3 3 )
Z n 拡 散 を し ナ こ  G a A S の 光 学 的 性 質
( 昭 和 4 6 年 8 月 , 電 子 通 信 学 会 半 導 体 ト ラ ン ジ ス タ 研 究 会 資 料 ,  S S D 7 1 - 3 5 )
大電力FETの方向
(昭和46年10月,昭和46年電気四学会連合大会)
オプトエレクトロニクスデノゞイス
(昭和46年10月,昭和46年電気四学会連合大会)
四塩化珪素によるSiの成長過程
(昭和46年10月,電気通信学会電気関係学会関西支部連合大会シンポジウム)
複合りアクタンストランジスタ 1 Ⅱ,
(昭和46年10月,電子通信学会論文誌,第54巻C,第10号)
CADによる高注入レベルにおけるトランジスタの動作解析
(昭和46年11月,電子通信学会半導体トランジスタ研究会資料, SSD71-56)
三極管型高出力FET
(昭和46年Ⅱ月,電気学会トランジスタ専門委員会)
Diffusion of Antimony in Germanium lmpurity Adsorption and segrea'ation
Model Determinin宮 Surface concentration
(昭和46年, sci. Rep. RITU. B・(Elect. comm), V01.22, NO.4)
Growth and
Photo capacitometry An81ysis of Deep centerS 加 Pn Junction
(昭和47年3月,半導体研究,第8巻,第261頁)
なだれ特性におよぼすdeepleve1の影響
(昭和47年3月,半導体研究,第8巻,第281~293頁)
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Conservation of polarization in GaAS Junction Laser
(昭和47年3月, Jpn. J. APPI. phys, V01.11, NO.3, PP.419~42の
気相成長の進歩
(昭和47年4月,電子通信学会誌,第55巻第4号,第485~489頁)
Paramagnetic Resonsnce and He11 Coefficients in Fe・Doped n-Type Gap
(昭和47年5月, J. APPI. phys., V01.43, NO.5, PP.2247~2250)
Silicon EP北axial Growth
(昭禾Ⅱ47年5月, second lnternetional conference on vapor
Epitaxy (Journal of crystal G,owth) V01.フ, PP.241~248)
Layer Growth 血 Si Epitaxy
(昭和47年5月, Journal of crystal Growth, V01.13/14, PP.297~30D
Bright Ye110W Luminescence from lnl-XGaxp p-n Junctlons
(昭禾口47年5月, Jpn. J. APPI. phys, V01.11, NO.5, P.757)
2 0
S i l i c o n  E p i t a x i a l  G r o w t h  F r o m  s i C 1 4
( 昭 禾 Ⅱ 4 7 年 6 月 ,  s y m p o s i u m  o n  p r o c e s s  o f  s y n t h e s i s  a n d  G r o w i n g
C r y s t a l s  a n d  F i l m s  o f  s e m i c o n d u c t o r  M a t e r i a l s ,  N o v o s i b i r s k ,  U S S R )
シ リ コ ン 表 面 の ν f 雑 音 に つ い て
( 昭 和 4 7 年 6 月 , 電 子 通 信 学 会 半 導 体 ト ラ ン ジ ス タ 研 究 会 資 料 ,  S S D 7 2 - フ )
半 導 体 レ ー ザ の 能 率 向 上
( 昭 和 4 7 年 8 月 , 応 用 物 理 , 第 4 1 巻 , 第 8 号 )
融 点 近 傍 に お け る シ リ コ ン 中 の 転 位 伝 播 速 度 に っ い て
( 昭 和 4 7 年 8 月 , 電 子 通 信 学 会 半 導 体 ト ラ ン ジ ス タ 研 究 会 資 料 ,  S S D 7 2 - 2 2 )
X 線 2 結 晶 法 に よ る シ リ コ ン エ ピ タ キ シ ャ ル 層 界 面 の 異 常 に っ い て
( 昭 和 4 7 年 8 月 , 電 子 通 信 学 会 半 導 体 ト ラ ン ジ ス タ 研 究 会 資 料 ,  S S D 7 2 - 2 3 )
L u m i n e s c e n c e  f r o m  l n l - X G a x p  p - n  J u n c t i o n  - t h e  d l r e c t  a n d  l n d l r e c t
T r a n s l s t o r s -
( 昭 禾 Ⅱ 4 7 年 8 月 , 1 n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o f  L u m i n e s c e n c e ,  L e n i n g r a d  1 9 7 2 ,
P . 9 3 )
砥 素 を 添 加 し た シ リ コ ン の 熱 処 理 効 果
( 昭 和 4 7 年 1 0 月 , 電 気 学 会 電 子 装 置 研 究 会 資 料 ,  E D D 7 2 - 5 7 )
I n l - , G a " P  P ・ n 接 合 の 発 光 特 性
( 昭 和 4 7 年 1 2 月 , 電 子 通 信 学 会 電 子 装 置 研 究 会 資 料 ,  E D 7 2 - 5 8 )
半 導 体 中 で の 不 純 物 分 布 実 現 に お け る C A D
( 昭 和 4 7 年 1 2 月 , 電 子 通 信 学 会 論 文 誌 , 第 5 5 巻 C , 第 1 2 号 )
テ レ ビ 1 C の 技 術 的 問 題 点
( 昭 和 4 8 年 , テ レ ビ ジ , ン 技 術 の た め の 集 積 回 路 )
O f
D e e p  L e v e l s  i n  G a p
( 昭 和 4 8 年 2 月 ,  J .  A P P I .  p h y s ,  V 0 1 . 4 4 ,  N O . 2 ,  P P . 8 3 2 ~ 8 3 6 )
I n v e s t i g a t i o n  o f  p e s s i v a t i o n  M e c h a n l s m  i n  s i l i c o n  s u r f a c e s  b y  E l e c t r o n  s p i n
1 { e s o n a n c e
( 昭 和 4 8 年 2  河 ,  s u r f a c e  s c i e n c e ,  V 0 1 . 3 6 ,  P P . 4 1 4 ~ 覗 の
光 機 能 素 子
( 昭 和 娼 年 4 月 , 電 子 通 信 学 会 誌 , 第 5 6 巻 第 4 号 , 第 5 2 9 ~ 5 3 5 頁 )
P r o p e r t i e s  o f  s n ・ d o p e d  G a A S
( 昭 和 4 8 年 4 月 ,  J .  A P P I .  p h y s . ,  V 0 1 . 4 4 ,  N O . 4 ,  P P . 1 6 3 8 ~ 1 6 4 5 )
不 純 物 拡 散
( 昭 和 4 8 年 5 月 , 物 性 , 5 月 号 , 第 " ~ 5 0 頁 )
金を拡散し九シリコンー酸化膜系のESRとESCAによる測定
(昭和48年8月,電子通信学会半導体トランジスタ研究会資料, SSD73-27)
燐化ガリウムの熱処理
(昭和48年8月,電子通信学会半導体トランジスタ研究会資料, SSD73-32)
シリコン気相成長界面のX線二結晶法回折
(昭和娼年8月,電子通信学会半導体トランジスタ研究会資料,SSD73-29)
Interaction of Light Beams ln semlconductor Laser Diode
(n召和48年8月, proc. of 1973 1nternational conf. on solid state Devices
(Tokyo, Aug.1973) supplement to the Journal of the Japan society of
Applied physics, V01.43, PP.89~94)
Focuslng diffused waveguldes
(昭和48年, opto、electronics, V01.5, PP.309~32D
The Lattice misfit and its compensatlon ln sl-epltaxlal Layer by Doplng wlth
Germanium and carbon
(昭和48年8月, RIEC Technical Report, TR・34)
Mi11imeter、wave osciⅡations of Tunne1 1njection Transit・Time (Tunnett)
Diodes
(日召禾口48年9月,].973 European Microwave conference, Brussels)
Optical waveguide by solid state Diffuslon
(Π召禾U48年9月,1973 European Microwave conference, Brussels)
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Vapor pressure contr01 0f the Devlatlon from stolchlometry ln HgTe and
Hgo.82Cdo.18Te
(昭和48年9月, RIEC Technical Report, TR・35)
Exploitation of Field Effect TranslstorNew
(昭禾Ⅱ48年9月, Third Europian solid state Device Research conference,
Munich)
Field Effect Transistor and Analog Translstor
印召和48年10月, RIEC Technical Report, TR・36)
Phototunnel conductance Effect in GaAS P-n and MIS Junctions
(昭和48年10月, J. APPI. phys., V01.44, NO.10, PP.4683~469D
金を拡散したシリコン表面系の ESR.ESCA及びAES による研究
(昭和48年12月,日本学術振興会薄膜第131委員会,第66回研究会資料)
Nonstoichiometry of Te・Doped GaAS
(昭和49年1月, Jpn. J. APPI. phys, V01.13, NO.1, PP.46~56)
2 2
I n t e g r a t e d  o p t l c s  t h r o u g h  p o p u l a t i o n  o f  l n ] e c t e d  c a r r l e r s
( 昭 和 4 9 年 1 月 , 2 n d  l E E E / O S A  T o p i c a l  M e e t i n g  o n  l n t e g r a t e d  o p t i c s ,  N e w
O r l e a n s )
I m p e d a n c e  M e a s u r e m e n t s  t o  s t u d y  s e m l c o n d u c t o r  s u r f a c e  a n d  T h l n  l n s u l a t 血 g
F i l m s  o n  l t s  s u r f a c e
( 昭 和 4 9 年 3 月 , 9 t h  l n t e r n a t i o n e l  v a c u u m  c o n g r e s s ,  K y o t o ,  J p n .  J .  A P P I .
P h y s .  s u p p l e m e n t ,  V 0 1 . 2 ,  p a r t  l ,  P P . フ 7 3 ~ 7 8 0 )
P h o t o i n d u c e d  p a r e m a g n e t i c  D e f e c t s  a t  s i 1 1 C o n  s u r f e c e s
( 昭 和 4 9 年 3 月 , 2 n d  l n t e r n a t i o n a l  c o n f .  o n  s o l i d  s u r f e c e ,  K y o t o ,  J p n .  J .
A P P I .  p h y s .  s u p p l e m e n t ,  V 0 1 . 2 ,  p a r t  2 ,  P P . 4 1 7 ~ 4 2 0 )
M e c h a n i s m  o f  c r y s t a l  G r o w t h  l n  s i C 1 4 ・ H 2  S y s t e m
C r y s t e l  G r o w t h ,  T o k y o ,  J .
( 昭 和 4 9 年 3 月 , 4 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f .
O n
C r y s t a l  G r o w t h ,  V 0 1 . 2 4 / 2 5 ,  P P . 2 1 5 ~ 2 1 9 )
F o c u s i n g - T y p e  l n t e g r a t e d  o p t l c s
( 昭 和 4 9 年 4 月 ,  M .  R . 1 . 1 n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  x  X  Ⅲ  o n  " o p t i c a l  a n d
A c o u s t i c a l  M i c r o e l e c t r o n i c s "  N e w  Y o r k )
H e a t  T r e a t m e n t  o f  G a 1 1 1 U m  p h o s p h i d e
( 昭 和 4 9 年 5 月 ,  s o l i d  s t a t e  c o m m u n i c e t i o n s ,  V 0 1 . 1 4 ,  N O . 1 0 ,  P P . 8 8 9 ~ 8 9 2 )
S o l i d  L e n s  s y s t e m s
( 昭 和 4 9 年 6 月 ,  p r o c .  B i r t h  D e f e c t s  c o n f e r e n c e ,  c a l i f o r n i a ,  P P . 2 0 6 ~ 2 0 7 )
ハ ゜ ワ -  F E T  に つ い て
( 昭 和 4 9 年 6 月 , 電 気 学 会 電 子 装 置 、 制 御 交 換 装 置 合 同 研 究 会 資 料 、  E D D 7 4 - 6 6 ,
P C C 7 4 - フ )
H 部 一 , c d x T e の 蒸 気 圧 制 御
( 昭 和 4 9 年 7 月 , 電 気 学 会 電 子 材 料 研 究 会 資 料 ,  E F M 7 4 - 4 )
G a P の 蒸 気 圧 制 御
( 昭 和 朝 年 7 月 , 電 気 学 会 電 子 材 料 研 究 資 料 ,  E F M 7 4 - 3 )
S o l i d 、 s t e t e  F r e q u e n c y  l n d i c a t e r
V 0 1 . E D 、 2 1 ,
D e v i c e s ,
E l e c t r o n
( 昭 和 4 9 年 7 月 , 1 E E E  T r e n s .
O n
P P . 3 9 1 ~ 3 9 6 )
蒸 気 圧 制 御 温 度 差 法 に よ る G e P の 液 相 成 長
( 昭 和 4 9 年 8 月 , 電 子 通 信 学 会 半 導 体 ト ラ ン ジ ス タ 研 究 会 資 料 ,  S S D 7 4 - 3 の
ミ ス フ ィ ッ ト の な い 混 晶 系 へ テ ロ 接 合 の 成 長
( 昭 和 4 9 年 8 月 , 電 子 通 信 学 会 半 導 体 ト ラ ン ジ ス タ 研 究 会 資 料 ,  S S D 7 4 - 2 5 )
N O . フ ,
MiⅡimeter wave osciⅡ日tions from Tunnet Diodes
(昭禾Ⅱ49年9月,4th European Microwave conference, Montreux)
Monolithic Focuslng lnte留rated optics
(昭禾Ⅱ49年9月,4th European Microwave conference, Montreux)
ミスフィットのない三元系へテロ接合
(昭和四年9月,応用物理学会応用電子物性分科研究報告, NO.360)
Defect、Free Nocleation of silicon on {111} silicon surfaces
(昭和四年10月, J. crystal Growth, V01.23, NO.4, PP.267~274)
電磁力による位置制御
(昭和49年12月,日本機械学会論文集,第如巻第3如号,第3335~3343頁)
超微小図形のズーム投影と自動焦点調整
(昭和四年12月,精密機械,第40巻第12号,第]042~1047頁)
Luminescence from Diffused lnl-XGax p p・n Junction
(昭和50年2月, Jpn. J. APPI. phys., V01.14, NO.2, PP.231~239)
The Lattice Misfit and lts compensation in the si・Epitaxial Layer by Dopin目
With Germanium and carbon
(昭和50年4月, J. Electrochem. SOC, V01.122, NO.4, PP.531~535)
Field、Effect Trensistor versus Analog Trensistor (static lnduction Trans・
istor)
(昭和50年4月,1EEE Trans. on Electron De"ices, V01.ED・22, NO.4, PP.185
~197)
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Perfect crystal Growth of silicon by vapor Deposition
(昭和50年5月, J. Electrochem. SOC., V01.122, NO.5, PP.664~669)
Abnorma11mpurity Distributions in High・purity EP北axial silicon Layers
(昭和50年6月, J. Electrochem. SOC, V01.122, NO.6, PP.781~78田
Liquid phace Epitaxy of Ⅲ一v compound by Temperature Difference Method
(TDM) under contr011ed vapor pressure (CVP)
(H召禾日50年6月,1V yymposium on processes of synthesis and Growth of
Semiconductor crystals and Films, Novosibirsk)
Mechanism of crystal Growth in siC14・H2 System
(昭禾口50年6月,1V symposium on processes of synthesis and Growth of
Semiconductor crystals and Films, Novosibirsk)
Silicon Epitaxial Growth m Japan
(昭禾[150年6月,1V symposium on processes of synthesis and Growth of
Semiconductor crystals and Films,Novosibirsk)
2 4
I n j e c t i o n _ 1 n d u c e d  M o d u l a t l o n  o f  L a s e r  L l g h t  b y  t h e  l n t e r a c t i o n  o f  L a s e r
D i o d e s
( 昭 和 5 0 年 7 月 , 1 E E E  J .  Q u a n t u m  E l o o t " o n i o . ,  V 0 1 . Q E ・ 1 1 ,  N O . フ ,  P P . 5 1 5 ~
5 1 9 )
な だ れ 増 倍 に 伴 う 分 散 が イ ン パ ッ ト 動 作 に 与 え る 効 果
( 昭 和 5 0 年 8 月 , 電 子 通 信 学 会 半 導 体 ト ラ ン ジ ス タ 研 究 会 資 料 .  S S D 7 5 - 3 2 )
P r e c i s e  p o s i t i o n  c o n t r o l  b y  E l e c t r o m a g n e t
( 昭 和 5 0 年 8 月 ,  B U Ⅱ e n t i n  o f t h e  J S M E ,  V 0 1 . 1 8 ,  N O . 1 2 2 ,  P P . 8 1 9 ~ 8 2 5 )
L i q u i d  p h a s e  E p i t a x y  G a p  b y  a  T e m p e r a t u r e  D i f f e r e n c e  M e t h o d  u n d e r
C o n t r 0 Ⅱ e d  v a p o r  p r e s s u r e
( 昭 和 5 0 年 9 月 . 1 E E E  T r a n s .  E l e c t r o n  D e v i c e s ,  V 0 1 . E D ・ 2 2 ,  N O . 9 ,  P P . 7 1 6 ~
7 2 D
T u n n e 1 1 n g  s p e c t r o s c o p y
S e m l c o n d u c t o r
( 昭 和 5 0 年 1 0 月 ,  J p n .  J .  A P P I .  p h y s . ,  V 0 1 . 1 4 ,  N O . 1 0 ,  P P . 1 5 2 9 ~ 1 5 3 8 )
Ⅲ ・ ・ V 族 化 合 物 半 導 体 表 面 不 活 性 膜
( 昭 和 5 0 年 1 0 月 , 表 面 エ レ ク ト ロ ニ ク ス 第 2 回 研 究 会 )
N e a r l y  p e r f e c t  c r y s t a l  G r o w t h  o f  Ⅲ 一 ' v  c o m p o u n d s  b y  t h e  T e m p e r a t u r e
D i f f e r e n c e  M e t h o d  u n d e r  c o n t r 0 1 1 e d  v a p o r  p r e s s u r e
( 昭 和 5 0 年 1 2 月 ,  J .  c r y a t a l  G r o w t h ,  V 0 1 . 3 1 ,  P P . 2 1 5 ~ 2 2 2 )
i n  M s  a n d  M I S  T u n n e l  J u n c t i o n  o f  D e g e n e r a t e  n - T y p e
A n i s o t r o p y  血  t h e  G r o w t h  R a t e s  o f  s i 1 1 C o n  D e p o S 北 e d  b y  R e d u c t i o n  o f  s i l i c o n
T e t r a c h l o r l d e
( 昭 和 5 0 年 1 2 月 ,  J .  c r y s t a l  G r o w t h ,  V 0 1 . 3 1 ,  P P . 2 9 0 ~ 2 9 8 )
エ ピ タ キ シ ャ ル 成 長
( 昭 和 5 0 年 1 2 門 , 日 本 学 術 振 興 会 簿 膜 第 1 3 1 委 員 会 第 7 8 回 研 究 会 )
F i e l d  E f f e c t  T r a n s i s t o r  a n d  A n a l o g  T r a n s l s t o r
( 昭 和 5 0 年 ,  E l e C 仙 o n  T e c h n 0 1 0 宮 y  ( w a r s z a w a ) .  V 0 1 . 8 ,  N O . 2 ,  P P . 3 ~ 3 の
E l e c t r o n s  a n d  H 0 1 1 e s  i n  H g T e  a n d  H g o . 8 2 C d o . 1 8 T e  w l t h  c o n t r 0 1 1 e d
D e v i a t i o n s  f r o m  s t o l c h i o m e t r y
( 昭 和 5 1 年 1 見 ,  J .  p h y s .  c h e m .  s o l i d s ,  V 0 1 . 3 7 ,  N O . 1 ・ C ,  P P . 3 3 ~ 4 2 )
L O W  T e m p e r a t u r e  o x i d a t i o n  o f  s i 1 1 C o n  s t u d i e d  b y  p h o t o s e n s l t l v e  E S R  a n d
A u g e r  E } e c t r o n  s p e c t r o s c o p y
( 1 昭 和 5 1 年 1 月 ,  J .  E l e c t r o c h e m .  S O C ,  V 0 1 . 1 2 3 ,  N O . 1 ,  P P . 2 6 ~ 2 9 )
蒸 気 圧 制 御 液 相 エ ピ タ キ シ ャ ル 法 に よ る ス ト イ キ オ メ ト リ ー 制 御
( 昭 和 5 1 年 6 月 , 日 本 結 晶 成 長 学 会 誌 , 第 3 巻 第 3 号 , 第 2 9 頁 )
シリコン気相成長
(昭和51年6月,日本結晶成長学会誌,第3巻第3号,第63頁)
Gas、phase Nucleation during the Thermal Deconposltion
Hydrogen
(昭和51年8月, J. crysta] Growth, V01.33, PP.1~フ)
マイクロ波パワ- SIT の試作
(昭和皐年7月,電子通信学会, ED76-42)
シリコンのフ゜ラズマ,ケミカルエッチンク
(昭和51年8月,電子通信学会, SSD76-36)
IMA による化合物半導体(GaAIASP)の定量分析の試み
(昭和51年,日本学術振興会,第141委員会)
Auger characterization of chemica11y Etched GaAs surfaces
(昭和52年 ljJ , J. Electrochem. SOC., V01.124, NO.1, PP.154~157)
Integrated Logic・statlc lnductlon Translstor L0宮ic
(昭和52年2月,1EEE lnternational solid、state circuits conf., PP.222~225)
Ⅲ一V族化合物半導体表面の不活性化
(昭和認年2月,第16回電気学会半導体デバイス常置専門委員会資料)
Ⅲ一V族系における再結合
(昭和52年3月,電気学会半導体デバイス常置専門委員会)
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Of si11Con
ミスフィットのない半導体レーザ及び集束件モノリシック光集積回路
(昭和52年3月,昭和50,51年度文部省科学研究費(総合研究A)「光集積回路」に
関する総合的研究成果都告書, P.2の
Integrated Logic、statlc lnduction Translstor Logic
(昭和52年4月, RIEC Technical Report, TR・37)
In
The coherent interaction of externa11y generated 35・GHz sound wlth the light
In cds
(昭和52年4月, APPI. phys. Letters, V01.30, NO.フ, PP.310~312)
Future Trend of static lnduction translstor and lts APP11Catlon for lntegrated
Clrcults
(昭和52年3月, Jpn. J. APPI. phys., V01.16 Supplement 16-1, PP.〕57~162)
Static lnduction Logic、A simple structure wlth very Low swltcln宮 Energy
and very High packlng Denslty
(昭和52年3月, Jpn. J. APP]. phys., V01.16, supplement 16-1, PP.151~154)
2 6
C h e r a c t e r i s t i c s  o f  N e w  T h y r i s t o r
( 昭 和 5 2 年 3 月 ,  J p n .  J .  A P P I .  p h y s . ,  V 0 1 . 1 6 ,  s u p p l e m e n t  1 6 - 1 ,  P P . 5 4 1 ~ 5 4 4 )
溶 液 中 の キ ャ リ ャ 移 動 度
( 昭 和 5 2 年 5 月 , 電 子 装 置 , 電 気 化 学 ・ 電 熱 合 同 研 究 会 資 料 ,  E D D 7 フ - 4 9 ,  C H 7 フ - 1 5 )
O b s e r v a t i o n  o f  s c r e w  D i s l o c a t i o n s  l n  G a A S
( 昭 和 5 2 年 2 月 ,  J .  c r y s t a l  G r o w t h ,  V 0 1 . 3 7 ,  N O . 2 ,  P P . 1 8 4 ~ 1 8 田
D i e l e c t r i c  e f f e c t s  i n  t h e  o p t l c a 1 1 y  s t i m u l e t e d  e l e c t r o n  s p l n  r e s o n a n c e  l n  s i 1 1 C o n
( 昭 和 5 2 年 6 月 ,  J .  A P P I .  p h y s ,  V 0 1 . 4 8 ,  N O . 6 ,  P P . 2 5 5 6 ~ 2 5 5 8 )
V e p o r  p r e s s u r e  D e p e n d e n c e s  o f  E q U 1 1 i b r l u m  s o l u b i l i t i e s  a n d  s e g r e g a t e d
C r y s t e l s  i n  Ⅲ 一 v  c o m p o u n d s
( 昭 和 5 2 年 7 月 ,  R I E C  T e c h n i c a l  R e p o r t ,  T R ・ 3 8 )
C h a r e c t e r i s t i c s  o f  s t a t i c  l n d u c t l o n  T r a n s l s t o r s  p a r t  l ・ E f f e c t s  o f  s e r l e s
R e s l s t e n c e
( 昭 和 認 年 7 月 ,  R I E C  T e c h n i c a l  R e p o r t ,  T R ・ 3 9 )
T h e  c o n t r 0 1 0 f  p o l a r i z e t i o n  o n  L e s e r  D l o d e s
( 昭 和 5 2 年 8 月 , 1 E E E  J .  o f  Q u a n t u m  E l e c t r o n i c s ,  V 0 1 . Q E ・ 1 3 ,  N O . 8 ,  P P . 6 0 4
~ 6 0 9 )
M i n a r i t y 、 c a r r l e r  l i f t i m e  m e a s u r e m e n t s  o f  e f f i c i e n t  G e A I A S  P - n  h e t e r o j u n c t i o n
( 昭 和 5 2 年 8 月 ,  J .  A P P I .  p h y s . ,  V 0 1 . 4 8 .  N O . 8 .  P P . 3 4 8 4 ~ 3 4 9 5 )
S t a t i c  l n d u c t i o n  T r e n s t o r  L o g i c
S o l i d  s t e t e
( 昭 和 5 2 年 8 月 ,  D i g e s t  o f  T e c h .  p e p e r s T h  9 t h  c o n f .
O n
D e v i c e s ,  T o k y o .  P P . 6 9 ~ 7 0 )
C o n t e n t s  o f  c o n 、 R a d i a t i v e  D e e p  L e v e l s  a n d  i t s  R e l a t i o n  t o  c r y s t 日 Ⅱ o g r a p h i c
Q u a l i t y
( 昭 和 5 2 年 8 月 ,  D i g e s t  o f  T e c h .  p e p e r s  T h e  9 t h  c o n f .  o n  s o l i d  s t a t e
D e v i c e s ,  T o k y o ,  P P . 2 5 - 2 6 )
2 0 O  G H Z  T u n n e t t  D i o d e s
( 昭 和 5 2 年 8 月 ,  D i g e s t  o f  T e c h .  p a p e r s  T h e  9 t h  c o n f .
D e v i c e s ,  T o k y o ,  P P . 5 1 ~ 5 2 )
シ リ コ ン 完 全 結 晶 成 長 の エ ピ タ キ シ ャ ル 成 長
( 昭 和 5 2 年 6 月 , 日 本 結 晶 成 長 学 会 誌 ,  V 0 1 . 4 ,  N O . 1 & 2 ,  P P . 2 3 ~ 3 9 )
H i 宮 h  F r e q u e n c y  H i g h  p o w e r  s t a t i c  l n d u c t i o n  T r a n s l s t o r
( H 召 和 5 2 年 1 0 月 ,  R I E C  T e c h n i c a l  R e p o r t ,  T R ・ 4 の
S I T 集 積 回 路
( 昭 和 5 2 年 1 1 月 , 電 子 通 信 学 会 半 導 体 ・ ト ラ ン ジ ス タ 研 究 会 資 料 ,  S S D 7 フ - 5 2 ,  P P . 3 1
~ 3 8 )
S o l i d s t a t eO n
Auger Analysis of Thermauy oxidized GaAs surfaces
(昭和52年9月, J. Electrochem. SOC, V01.124, NO.9. PP.1405~1409)
SIT end slT Thyristor
(昭禾Π52年6月, The 35th Annual Devices Research conf. at cornel univ,
N. Y.)
Integrated slT L0宮ic with High speed end Low power D玲Sipation
(昭禾口52年6月, The 35th Annual Devices Research conf. at cornel univ.,
N. Y.
フ゜ラズマ・エッチング
(昭和53年2月,電気学会半導体デバイス常置専門委員会)
Static lnduction Trenslstor L0宮ic
(昭和53年, Jpn. J. APPI. phys., V01.17 Supplement 17-1, PP.231~239)
Effects of vepor pressure on Gap LED'S
(昭和53年, Jpn. J. APPI. phys, V01.17 Supplement17-1, PP.87~92)
20O GHZ Tunnett Diodes
(昭和53年, Jpn. J. APPI. phys., V01.17, supplement 17-1, PP.167~172)
Stoichiometric crysta11izetion Method of Ⅲ一v compounds for LED's end
Injectlon Lasers
(昭和53年4月, RIEC Technicel Report, TR・4D
An Anelysis ofthe Bipolar Trensistor (BPT) at High L剖e11njection by cAD
(昭和53年4月, The Trensactions of the lECE of Jepan, V01.E61, NO.4
Abatracts)
CAD によるバイポーラトランジスタの高注入レベル動作解析
An Analysis ofthe Bゆolar Transistor et High L剖e11njectlon by cAD
(昭和53年4月,電子通信学会論文誌, Trans.1ECE,'78/4, V01.61・C, NO.4,
PP.219~226)
High、Frequency High、power static lnduction Translstor
(昭和53年3月,1EEE Trens. Electron Devices, V01.ED・25, NO.3, PP.341~
322)
27
Avalanche lnduced Dlsperslon in lmpatt Diodes
(昭和53年6月, solidstate Electronics, V01.21, NO.6. PP.847~858)
Chemical vapor Deposition of silicon
(昭禾口53年7月, J. Japan ASSOC. crystal Growth, V01.5, PP.17~3の
Stoichiometric cryst且Ⅱization Method of Ⅲ一v compounds for LED
Injection Lasers
(昭和53年7月, J. Jepen ASSOC. crystel Growth, V01.5, PP.211~226)
an
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A s p e c t s  o f  s i l i c o n  E p l t a x y
( 昭 和 5 3 年 ,  c r y s t a l  G r o w t h ,  V 0 1 . 2 )
B e h a v i o r  o f  s i i n  G a A S
( 昭 和 5 3 年 8 月 ,  R I E C  T e c h n i c a l  R e p o r t ,  T r ・ 4 2 )
C h a r a c t e r i s t i c s  o f  s t a t l c  l n d u c t i o n  T r a n s l s t o r s :  E f f e c t s  o f  s e r l e s  R e s l s t a n c e
( 昭 和 5 3 年 7 月 , 1 E E E  T r a n s .  E l e c t r o n  D e v i c e s ,  V 0 1 . E D ・ 2 5 ,  N O . フ ,  P P . 7 6 1 ~
7 6 7 )
T u n n e 1 1 n j e c t i o n  o s c i 1 1 a t e r  o v e r  2 0 O G H Z
( 昭 禾 Ⅱ 5 3 年 9 月 ,  T h e  8 t h  E u r o p e a n  M i c r o w a v e  c o n f e r e n c e )
タ ン ネ ッ ト ダ イ オ ー ド
( 昭 和 5 3 年 1 1 月 , 東 北 大 学 通 研 シ ン ポ ジ ウ ム 「 サ ブ ミ リ 波 D
I m p a t t  ダ イ オ ー ド に お け る  A v a l a n c h e  l n d u c e d  D i s p e r s i o n
( 1 昭 和 5 3 年 1 1 月 , 電 子 通 信 学 会 ,  E D 7 8 - 7 9 )
G a A S  タ ン ネ ッ ト ダ イ オ ー ド か ら の ミ リ 波 発 振
( 昭 和 5 3 年 1 1 月 , 電 子 通 信 学 会 ,  E D 7 8 - 8 の
B ゆ o l a r  M o d e  s t a t i c  l n d Ⅱ C t i o n  T r a n s i s t o r  ( B S I T ) ・ H i g h  s p e e d  s w i t c i n g  D e v i c e
( 昭 不 Ⅱ 5 3 年 1 2 月 , 1 n t e r n a t i o n e l  E l e c t r o n  D e v i c e s  M e e t i n g )
,
H i g h  p e w e r  s t a t i c  l n d u c t i o n  T r a n s i s t o r
( 昭 不 Ⅱ 5 3 年 1 2 月 , 1 n t e r n a t i o n a l  E l e c t r o n  D e v i c e s  M e e t i n g )
H i g h  s p e e d  a n d  H i g h  D e n s i t y  s t a t i c  l n d u c t i o n  T r a n s l s t o r  M e m o r y
( 昭 和 5 3 年 1 0 月  I E E E  J .  s o l i d 、 s t a t e  c i r c u i t s ,  V 0 1 . S C ・ 1 3 ,  N O . 5 ,  P P . 6 2 2 ~ 6 3 3 )
S i 気 相 成 長 に お け る 反 応 過 程
( 昭 和 郭 年 6 月 , ' 電 気 学 会 半 導 体 デ バ イ ス 常 置 専 門 委 員 会 資 料 )
M e c h a n i s m s  o f  c h e m i c a l  v a p o r  D e p o s l t i o n  o f  s i l i c o n
( 昭 和 5 3 年 1 2 月 ,  J .  c r y s t a l  G r o w t h ,  V 0 1 . 4 5 .  P P . 8 2 ~ 8 9 )
,
G a A S  T u n n e t t  D l o d e s
( 昭 和 5 3 年 1 2 月 , 1 E E E  T r a n s .  M i c r o w a " e  T h e o r y  a n d  T e c h n i q u e s ,  V 0 1 .
M T T 、 2 6 ,  N O . 1 2 ,  P P . 1 0 2 9 ~ 1 0 3 5 )
,
S t a t i c  l n d u c t l o n  T h y l s t o r
( H 召 和 5 3 年 1 2 月 ,  R e v u e  d e  p h y s i q u e  A p p l i q u e e  T o m e  1 3 ,  N O . 1 2 ,  P P . 7 2 5 ~ 7 2 8 )
真 空 F Z 法 に よ り 成 長 し た シ リ コ ン 単 結 品
( 昭 和 5 3 年 6 月 , 日 本 学 術 振 興 会 結 晶 加 工 と 評 価 技 術 第 N 5 委 員 会 第 3 回 委 員 会 資 料 )
ミスフィットのない半導体レーザー及び集束型モノリシック光集積回路
(昭和53年3月,昭和52年度文部省科学研究費特定研究「光導波エレクトロニクスD
格子整合され九半導体へテロ接合
(昭和53年3月,昭和52年度文部省科学研究費特定研究「光導波エレクトロニクスD
半導体工学より見た結晶成長 Some Aspects about crystal Growth on the stand・
Point of semlconductor Englneering
(昭和54年1月,鉱物学雑誌,第14巻2号, PP.95~123)
光機能素子
(昭和54年5月,電気学会半導体デバイス常置専門委員会,資料番号54-5)
Computer Aided control the lmpurlty profile ln the Epitaxlal
Growth
(昭和54年, Trans.1ECE of Jepan, V01.E62, NO.6, PP.427~428)
Surface Morph010gy of GaAS Grown by vapor phase Epltaxy
(昭和54年6月, J. crystal Growth, V01.46, PP.795~80の
計算機援助におけるエピタキシャル気相成長における不純物分布の制御理論
(昭和54年6月,電子通信学会論文誌)
Electron spln
磁気駆動を用いたサブミクロンパターンの形成
(昭和54年8月,電子通信学会半導体トランジスタ研究会, SSD79-38)
プラズマエッチングの反応過程
(昭和54年8月,電子通信学会半導体トランジスタ研究会, SSD79-27)
29
気相成長における成長過程の観測
(昭和54年9月,応用物理,第48巻第9号, PP.71~78)
SubmiⅡimeter wave osciⅡation from GaAS TUNNETT Diode
(昭禾Ⅱ54年9月,9th European Microwave conference, Brighton, U. K.)
High speed performance of slT Logic
(昭和54年9月,5th European solid
Southampton)
Chemical EtchantObservations of Defects in LPE G AS Revealed by New
(昭和54年, J. crysta] Growth, V01.47, PP.434~436)
Vapour
Passivation of GaAs surfaces by GaoxNy Films and Multilayers
(昭和54年, surface science, V01.86, PP.272~279)
Investigation of si11Con surfaces by
1てesonance
(昭和54年, surface science, V01.86,
State circuits conference, unlv. of
Optica11y stimulated
PP.649~654)
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プ ラ ズ マ エ ッ チ ン グ の 反 応 過 程
( 昭 和 5 4 年 1 0 月 , 第 1 回 ド ラ イ プ ロ セ ス シ ン ポ ジ ウ ム 予 稿 集 ( 電 気 学 会 主 催 ) )
格 子 整 合 さ れ 九 へ テ ロ 接 合 レ ー ザ
( 昭 和 5 4 年 Ⅱ 月 , 特 定 研 究 「 光 導 波 エ レ ク ト ロ ニ ク ス 」 第 1 8 ・ 1 9 回 研 究 会 資 料,
於 山 梨 大 学 及 び 「 光 導 波 エ レ ク ト ロ ニ ク ス 」 総 合 シ ン ポ ジ ウ ム 於 京 都 大 学 )
I m p e d a n c e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  D o u b l e 、 H e t e r o  s t r u c t u r e  L a s e r  D i o d e s
( 昭 和 5 4 年 ,  s o l i d 、 s t a t e  E l e c t r o n i c s ,  V 0 1 . 2 2 ,  P P . 9 5 1 ~ 9 6 2 )
タ ン ネ ッ ト ダ イ オ ー ド
( 昭 和 5 4 年 1 2 月 , 電 気 学 会 半 導 体 デ バ イ ス 常 置 専 門 委 員 会 )
不 純 物 拡 散
( 昭 和 5 4 年 6 月 , 電 気 学 会 技 術 報 告 ( Ⅱ 部 ) 第 7 8 号 , 最 新 の Ⅲ 一 V 族 化 合 物
関 連 技 術 そ の 2 一 表 面 不 活 性 化 と デ パ ' イ ス 技 術 , 半 導 体 デ バ イ ス 常 置 専 門 委 員 会 )
T h e r m e l  o x i d a t i o n  o f  t h e  G a o x N y ・ c o v e r e d  G a A s  s u r f a c e s
( 昭 和 5 4 年 1 2 月 ,  s u r f g c e  e n d  l n t e r f e c e  A n a l y s i s ,  V 0 1 . 1 ,  N O . 6 ,  P P . 1 8 5 ~ 1 8 8 )
S u b m l c r o n  o p t l c a l  p a t t e r n  g e n e r a t o r - e l e c t r o m e g n e t i c  d r l v e  w l t h  a u t o m a t e d
e x p o s u r e  s y s t e m
( 昭 和 5 4 年 1 1 河 , 1 2 月 ,  J .  v a c .  s c i .  T e c h n 0 1 ,  V 0 1 . 1 6 ,  N O . ( の .  P P . 1 9 3 4 ~ 1 9 3 7 )
G a o x N y 、 b e s e d  m u l t i p l e  i n s u l a t l n g  l a y e r s  o n  G a A s  s u r f a c e s
( 昭 和 5 5 年 1 月 , 1 n s t .  p h y s .  c o n f .  s e r .  N O . 5 0 ,  c h a p t e , 4 ( T h e  l n s t i t u " e  o f
P h y s i c s ) )
D e e p  L e v e l s  s t u d i e s  o f  N 、 F r e e  a n d  N 、 D o p e d  G a p  G r o w n  b y  T D M ・ C V P
( 昭 和 5 5 年 1 月 ,  J p n .  J .  A P P I .  p h y s . ,  V 0 1 . 1 9 ,  N O . 1 ,  P P . 2 5 ~ 3 0 )
B a l a n c e  M e t h o d  f o r  E x p e r i m e n t s  u n d e r  c o n t r 0 Ⅱ e d  v a p e r  p r e s s u r e
( 昭 和 5 5 年 2 月 ,  J p n .  J .  A P P I .  p h y s . ,  V 0 1 . 1 9 ,  N O . 2 ,  P P . 3 4 5 ~ 3 5 2 )
R e c e n t  p r o g r e s s  a n d  p o t e n t i a ]  S I T
( 昭 和 5 5 年 3 月 , J a n .  J .  A P P I .  p h y s ,  V 0 1 . 1 9 ,  S U P P I . 1 9 - 1 ,  P P . 3 ~ 1 D
A p p r o a c h e s  t o  H l g ' h  p e r f o r m a n c e  s l T L
( 昭 和 5 4 年 1 0 月 , 1 E E E  J .  o f  s o l i d 、 s t a t e  c i r c u i t s ,  V 0 1 . S C ・ 1 4 ,  N O . 5 ,  P P . 8 7 3
~ 釘 5 )
S t a t i c  l n d u c t i o n  T r a n s l s t o r  l m a g e  s e n s o r s
( 昭 和 5 4 年 1 2 月 , 1 E E E  T r a n s .  o n  E l e c t r o n  D e v i c e s ,  V 0 1 . E D ・ 2 6 ,  N O . 1 2 )
シ リ コ ン 気 相 成 長 及 び 不 純 物 添 加 の イ ン プ ロ セ ス 制 御
( 昭 和 5 4 年 8 月 , 第 1 7 回 半 導 体 専 門 講 習 会 予 稿 集 ,  P P . 5 0 ~ 7 1 )
Ⅲ ・ V 族 化 合 物 半 導 体 表 面 の 不 活 性 化
( 昭 和 5 4 年 6 月 , 電 気 学 会 技 術 報 告 ( Ⅱ 部 ) 第 7 8 号 ,  P P . 2 ~ 1 5 , 最 新 の Ⅲ 一 V 族 化 合
物 関 連 技 術 そ の 2 一 表 面 不 活 性 化 と デ バ イ ス 技 術 , 半 導 体 デ パ ' イ ス 常 置 専 門 委 員 会 )
Static lnduction Translstor Logic
(昭和55年3月, Jpn. J. APP]. phys., V01.19, SUPPI.19-1, PP.279~282)
Static lnduction Transistor Memory
(昭和55年3月, Jpn. J. APPI. phys., V01.19, SUPPI.19-1, PP.273~27フ)
Bipo]ar Mode static lnductlon Translstor
(昭和55年3月, Jpn. J. APPI. phys, V01.19, SUPPI.19-1, PP.289~293)
Bright pure Green Emission from N・free Gap LED'S
(昭和55年3月, Jpn. J. APPI. phys., V01.19, SUPPI.19-1, PP.37フ~382)
Development of a Technlque for Mass production of superbri目ht LEDs by the
Temperature、Difference Liquld・phase Epitaxial Method
(昭和55年3月, Award ofthe 1980 okochi Memoria] prize)
SIT LSI
(昭和55年4月,電子通信学会, SSD80-1)
Semiconductor Raman laser
(昭和55年5月, J. APPI. phys., V01.5], NO.5, PP.2429~243D
LS1の将来技術
(昭和55年8月,昭和55年度電気関係学会東北支部連合大会於:東北大学工学部)
微細化デバイスの問題点
(昭和55年8月,第18回半導体専門講習会予稿集, PP.1~21)
PCL3を用いた異方性ドライエッチンク
(昭和55年8月,電子通信学会技術研究報告信学技報, V01.80, NO.23, SSD80-34
半導体トランジスタ研究会資料,於.東北大学電気通信研究所)
31
ドライェッチングのエッチング機構
(昭和55年8月,電子通信学会技術研究報告信学技報, V01.80, NO.23, SSD80-35
半導体トランジスタ研究会資料,於:東北大学電気通信研究所)
Discussion of " The strain Distributlon of the lnterface between substrate and
Epitaxial Layer of silicon by x・Ray Double crystal Method
(昭和55年8月, J. Electrochem. SOC., V01.127, NO.6, PP.1408~141の
A Limitation of channel Len曾th ln Dynamic Memorles
(昭和55年8月,1EEE Trans. on Electron Devices, V01.ED・27, NO.8)
GaAS P+-n十、i(レ)、n+ Tunnett Diode
(昭手Ⅱ55年9月,10th European Microwave conf., warsaw)
in cvD processSurface Morph010gy and Growth M chanlsm
(昭和55年9月,1CCG・6, MOSCOW,198の
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M e c h a n i s m  o f  c h e m i c e l  v e p o r  D e p o s i t i o n  o f  s i l i c o n
( 昭 和 5 5 年 9 月 , 1 C C G 、 6 ,  M O S C O W , 1 9 8 の
L a t t i c e  s t r e i n  a n d  M i s f i t  D i s l o c a t i o n
( 昭 和 5 5 年 9 月 , 1 C C G 、 6 ,  M O S C O W ,
O b s e r v a t i o n  o f  D i s l o c a t i o n  i n  G a A S  E p i t e x i a l  L a y e r s
( 昭 和 5 5 年 9 月 , 1 C C G 、 6 ,  M O S C O W , 1 9 8 の
S I T  H a s  G r e a t  u n t e p p e d  p o t e n t i a l
( 昭 和 5 5 年 1 0 月 ,  J .  E l e c t r o n i c  E n 宮 i n e e r i n 宮 )
G a A S  T U N N E T T  D i o d e
( 昭 和 5 5 年 1 0 月 , 5 t h .  c o n f .  o n  l n f r a r e d  a n d  M i 1 1 i m e t e r  w a v e s ,  w u r z b u r g )
M l c r o w a v e  s t a t i c  l n d u c t l o n  T r a n s i s t o r
( 昭 和 5 5 年 1 0 月 ,  c o n f .  o n  M i c r o w e v e  s o l i d  s t e t e  E l e c t r o n i c s ,  G d a n s R )
T h e  s t u d y  R e a c t i o n  p r o c e s s  i n  D r y  E t c h i n g  b y  l R  s p e c t r o s c o p y
( 昭 和 5 5 年 1 0 月 ,  D r y  p r o c e s s  s y m p o s i u m ,  T o k y o )
G a A S 、 G a A I A S P  H e t e r o j u n c t i o n
I n  t h e
1 9 8 の
N o n ・ D e s t r u c t i v e  l m a g e  s e n s o r
( 昭 和 5 5 年 1 2 月 , 1 9 8 0  I E D M  w e s h i n g t o n  D C )
E f f e c t s  o f  G a t e  s t r u c t u r e  o n  s t a t i c  l n d u c t i o n  T h y r i s t o r
( 昭 和 5 5 年 1 2 月 , 1 9 8 0  I E D M  w a s h i n g t o n  D C )
S t o i c h i o m e t r i c  c r y s t a 1 1 i z a t i o n  M e t h o d  o f  Ⅲ 一 v  c o m p o u n d s  o f  L E D s  a n d
I n j e c t i o n  L a s e r s
( 昭 不 口 5 5 年 ,  s e m i c o n d u c t o r  o p t o e l e c t r o n i c s ,  e d i t e d  b y  M a r i a n  A .  H e r m a n
( J o h n  w i l e y  &  s o n s )  1 9 8 の
S I T I C の 微 細 化 ・ 高 速 化
( 昭 和 5 6 年 2 月 , 電 気 学 会 電 子 デ バ イ ス 研 究 会 ,  E D D 8 1 - 2 の
静 電 誘 導 サ イ リ ス タ  S t a t i c  l n d u c t i o n  T h y i s t o r
( 昭 和 5 6 年 4 月 , 電 気 通 信 学 会 電 子 デ パ ' イ ス 研 究 会 ,  E D 8 1 - フ )
M e c h a n i s m  o f  c h e m i c e l  v a p o r  D e p o s i t i o n  o f  s i l i c o n
( H 召 和 5 6 年 4 月 ,  J .  c r y s t a l  G r o w t h ,  V 0 1 . 5 2 ,  P P . 2 1 3 ~ 2 1 8 )
O b s e r v a t i o n  o f  d i s l o c a t i o n s  i n  G e A s  e P 北 日 X i a 1 1 a y e r s
( 昭 和 5 6 年 4 月 ,  J .  c r y s t a l  G r o w t h ,  V 0 1 . 5 2 ,  P P . 9 2 5 ~ 9 2 8 )
L a t t i c e  s t r a i n  a n d  m i s f i t  d i s l o c a t i o n  i s  G a A S 、 G e A I A s p  h e t e r o j u n c t i o n
( 昭 和 5 6 年 4 月 ,  J .  c r y s t a l  G r o w t h ,  V 0 1 . 5 2 .  P P . 9 2 9 ~ 9 3 5 )
In、S北U obserV8tion ln si11Con plasma Etchlng
(昭禾U56年4月, proceedings of the symposium on plasme Etching and
Deposition, PV81-1, The Electrochemicel society,1nc.)
大電力 SIT
(昭和56年4月,電子通信学会技術研究報告, V01.81, NO.フ, ED81-8)
SITの二次元解析
(昭和56年5月,電子通信学会, SSD田・17)
Direct observetion Through Dry processln宮 by lR spectroscopy
(昭和56年6月,第5 回シンポジウム「イオン源とイオンを基礎とした応用技術」)
GaAS のストイキオメトリ
(昭和56年6月,応用物理学会第79回結晶工学分科会研究会)
結晶成長技術を斬る
(昭和56年6月,日本結晶学会誌第船巻,第110頁)
SIT (static lnduction Translstor)~イメージセンサーの応用
SIT (static lnduction Transistor) and its Applicetion to lmaging Devlce
(昭和56年8月,テレビジョン学会技術報告, ED・59の
Growth Mechanism of chemlcal vapor Deposltion of silicon
(昭和56年9月,8th lnt、 conf. on chemical V8Por Deposition, France)
in GaAs crystals
Semiconductor optoe]ectronlcs,
Innuence of Arsenic pressure on
(昭和56年9月, Third lnt.
Cetniew0 1981, poland)
33
Junction Field Effect Devlces
(昭禾口56年9月, proceeding of lnt. symposium on semiconductor Devlces
for power conditioning, slvitzerland)
Novel Hi昌h-Frequency lnverters uslng High-power static lnductlon Trans・
istors and thelr APP11Catlons
(E召不Ⅱ56年9月, proceedings of Third lnternation81 Power conversion
Conference (PCI'81), PP.485-499)
The study of Reaction process ln si Dry Etching
(昭和56年10月,160th Electrochemicl society Meetin宮, plasm且且nd Deposi・
tion symposium,Denver)
Reection process of Dry Etching
(昭不U56年10月, proceedings of the 3rd lnternational Dry process sympo・
Sium, Tokyo)
蒸気圧制御法による GaASのストイキオメトリ
(昭和56年10月,日本学術振興会簿膜131委員会)
the Defects
Scho01On
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ガ ス 分 析 に よ る  G a A S 気 相 成 長 の メ カ ニ ズ ム の 解 明 一 微 少 組 成 偏 倚 に つ い て
( 昭 和 5 6 年 1 0 月 , 文 部 省 科 学 研 究 費 特 定 研 究 , ト レ ー ス キ ャ ラ ク タ リ ゼ ー シ , ン 研 究
集 録 )
静 電 誘 導 サ イ リ ス タ の 動 作 解 析
( 昭 和 5 6 年 U 月 , 電 子 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告  q 言 学 技 報 V 0 1 . 8 1 ,  N O . 1 6 8 )  E D 8 1 、
8 0 ~ 9 1 ,  P P . 3 1 ~ 3 8 , 電 子 デ バ イ ス 研 究 会 )
電 力 用  B S I T  p o w e r  B S I T
( 昭 和 5 6 年 1 1 月 , 電 子 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ( 信 学 技 報 V 0 1 . 8 1 ,  N O . 1 6 8 )  E D 8 1 、,
8 0 ~ 9 1 ,  P P . 4 5 ~ 5 1 , 電 子 デ バ イ ス 研 究 会 )
低 消 費 電 力 B S I T の 温 度 特 性
( 昭 和 5 6 年 Ⅱ 月 , 電 子 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告  q 言 学 技 報  V 0 1 . 8 1 ,  N O . 1 6 8 )  E D 8 1 、,
8 0 ~ 9 1 ,  P P . 5 9 ~ 6 6 , 電 子 デ バ イ ス 研 究 会 )
V L S 1 に お け る  S I T  " S I T  I N  T H E  F I E L D  O F  V L S I "
( 昭 和 5 6 年 1 1 月 電 子 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ( 信 学 技 報 V 0 1 . 8 1 .  N O . 1 6 8 )  E D 8 1 、
,
8 0 ~ 9 1 ,  P P . 7 5 ~ 8 2 , 電 子 デ バ イ ス 研 究 会 )
a n d
S c r e w  a n d  c i r c u l a r  s t r u c t u r e s  o f  s i  e n d  G a A S  E p i t a x i a l  L a y e r s
T h e
( 昭 和 5 6 年 Ⅱ 月 ,  J .  c r y s t a l  G r o w t h ,  V 0 1 . 5 5 ,  L e t t e r  t o  t h e  E d i d o r s ,  P P . 4 0 2 ~
4 0 5 )
L a s e r  f o r  F a r  l n f r a r e d
1 9 8 1  1 E E E  l n t .  c i n f .
N o n s t o i c h i o m e t r y  i n  Ⅲ 一 v  c o m p o u n d s  a n d  北 S  e p p l i c e t i o n  f o r  d e v i c e s
( 昭 和 5 6 年 1 1 月 ,  p r o c e e d i n g  o f  l n t .  w o r k s h o pt h e  p h y s i c s  o f  s e m i 、
O n
C o n d u c t o r  D e v i c e s , 1 n d i e )
G e n e r a t i o n
I n f r e r eO n
F r e q u e n c y - s w e e p l n g  l n t e r f e r o m e t e r  d e v e l o p s  n e w  a s p e c t s  i n  p e t t e r n  g e n e r a t o r
印 召 和 5 6 年 U 月 ,  J .  o f  v a c c u m  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y ,  V 0 1 . 1 9 ,  N O . 4 )
D l s c r e t e  s t a t i c  l n d u c t i o n  T r a n s l s t o r  D e Ⅵ C e s
( 昭 和 5 6 年 1 2 月 ,  D e n s h i  T o k y o , 1 9 8 1 年 2 0 号 ,  P P . 5 1 ~ 5 5 )
S t a t i c  l n d u c t i o n  T r a n s i s t o r  l n t e g r a t e d  c i r c u i t s
( 昭 和 5 6 年 1 2 月 ,  D e n s h i  T o k o , 1 9 8 1 年 2 0 号 ,  P P . 6 3 ~ 6 5 )
S e m i c o d u c t o r  R a m a n  n d  B i 1 1 0 u i n
( 昭 和 5 6 年 1 2 月 ,  p r o c e e d i n g  o f
M i Ⅱ i m e t e r  w a v e s ,  M i e m D
T e c h n 0 1 0 宮 i e s  i n  o p t o e l e c t r o n i c  D e v l c e s  a n d  M a t e r l a l s
( 昭 禾 Ⅱ 5 6 年 1 2 月 ,  p r o c e e d i n 宮  o f l n t .  o p t o e l e c t r o n i c s  w o r k s h o p ,  T a i w a n )
液 相 エ ピ タ キ シ ャ ル 成 長 法
( 昭 和 5 6 年 1 2 月 , 光 導 波 エ レ ク ト ロ ニ ク ス , 文 部 省 科 学 研 究 費 特 定 研 究 「 光 導 波 エ レ
ク ト ロ ニ ク ス 」 成 果 編 集 委 員 会 編 )
Static lnduction Translstor
(昭和57年1月, semiconductor Techn010宮ieS 1982, ed北ed by J. Nishizawa,
Chapter 15,(OHM、sha and North、H0Ⅱand publish加g co. Ltd.). PP.201~
219)
NewDevelopment
(昭和57年1月
Silicon vaper phase Epitaxy
(昭和57年1月, J. of crystal Growth, V01.56. PP.273~28の
光集積回路と通信用半導体レーザー
(昭和57年1月,昭和57年レーザー学術講演会第2回年次大会)
超LS1におけるハードウェアとシステム技術
(昭和57年3月,第1回システムサイエンスシンポジウム(産業に対するシステムズ
アプローチ))
LS1の将来技術における計測制御
(昭和57年4月,計i則と制御 V01.2. NO.4)
これからの量子エレクトロニクス
(昭和57年4月,応用物理,第51巻第4号)
Of solid state sub、Mi11imeter sources
日本ワークシ.ツプ「サブミリ波による診断技術D,
SIT
The GaAS Tunnett Diodes
(昭和57年5月,1nfrared and Mi11imeter waves, V01.5, edited by K. J.
Button, chapter 4 (Academic press lnc.) PP.215~266)
Photocapacltance study of deep levels due to non-stolchlometry ln nltrogen・
free Gap light、em北ting dlodes
印召和57年5月, J. APPI. phys., V01.53, NO.5, PP.3878~3883)
Comment on the possibility and Effect of cu contamlnation durlng Heat
Treatment
(昭和57年6月, Jpn. J. APPI. phys., V01.2, NO.6, short Notes, P.963)
シランー窒素系プラズマCVDによる窒化膜の生成と特性
(昭和57年8月,電子通信学会半導体トランジスタ研究会, SSD82-49)
In situ observation of plasmas for Dry Etchlng by lR spectroscopy and
Probe Methods
(昭和57年, Thin solid Films, V01.92, PP.189~198)
Luminescence study of a deep leve11n N-free GaP 11曾ht・emlttln昌 diodes
(昭和57年8月, J. APPI. phys, V01.53, NO.8, PP.5786~588D
Analysis of static characteristics of a Bipolar・Mode slT (BSIT)
Electron Devices, V01.ED・29, NO.8,(昭和57年8月,1EEE Trans.On
PP.1233~1244)
(昭和57年5月,第48回パワーエレクトロニクス研究会例会資料)
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半 導 体 デ バ イ ス の 最 近 の ト ピ ッ ク ス
( 昭 和 5 7 年 1 0 月 , 「 半 導 体 デ バ イ ス の 最 近 の 進 歩 と 将 来 展 望 」 専 門 講 習 会 講 演 論 文 集 ,
電 子 通 信 学 会 関 西 支 部 )
S o m e  l n n o v a t i v e  R e s e a c h  a n d  D e v e l o p m e n t  i n  s e m l c o n d u c t o r
( 昭 和 5 7 年 8 , 9 月 ,  T h e  l o t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m
S c i e n c e s  a n d  H u m a n  s o c i e t y ,  s e o u D
C o m p o s i t i o n a l  T r a n s i s t o r  L a y e r s  i n  H e t e r o s t r u c t u r e
( " 召 不 Ⅱ 5 7 年 9 門 ,  p r o c e e d i n g  o f  l n t .  s c h o 0 1  0 n  D e f e c t  c o m p l e x e s  i n  s e m i ・
C o n d u c t r  s t r u c t u r e s )
電 流 偏 析 法 に よ る シ リ コ ン 単 結 晶 の 超 精 製
( 昭 和 5 7 年 1 1 月 , 東 北 大 学 電 通 談 話 会 記 録 , 第 5 1 巻 3 ・ 号 ,  P P . 1 ~ 4 )
S I T 高 周 波 誘 導 加 熱 発 振 器
( 昭 和 5 7 年 1 1 月 , 東 北 大 学 電 通 談 話 会 記 録 , 第 5 1 巻 3 号 ,  P P . 5 ~ 1 の
H i g h 、 E f f i c i e n c y  s u p e r 、 B n g h t  L l g h t 、 E m l t t i n g  D l o d e s
( 昭 和 5 7 年 1 2 月 ,  D e n s h i  T o k y o ,  N O . 2 1 ,  P P . 3 3 ~ 3 5 )
J u n c t i o n  F i e l d 、 E 仟 e c t  D e v i c e s
( 昭 禾 U 5 7 年 ,  s e m i c o n d u c t o r  D e v i c e s  f o r  p o w e r  c o n d i t i o n i n g ,  c o n d i t i o n i n g ,
e d i t e d  b y  R o l a n d  s i t t i g  e n d  p .  R o g g w i 1 1 e r ,  p l e n u m  p u b l i s h i n g  c o r p . )
L o w  p o w e r  s l T L  I C
( 昭 和 5 7 年 1 0 月 , 1 E E E  J .  Q u a n t u m  E l e c t r o n . ,  V 0 1 . 1 7 ,  N O . 5 ,  P P . 9 1 9 ~ 9 2 4 )
N o r m a 1 1 y ・ o f f  T y p e
( 昭 和 5 7 年 1 2 月 ,
C i s c o )
F l e l d
O  t h e
S I T
R o l e  o f
S I T  M O S 共 存 形 プ ロ セ ス と 演 算 L S I
( 昭 和 認 年 2 月 , 電 気 材 料 ,  P P . 8 8 ~ 9 2 )
( 昭 和 5 8 年 1 月 , 電 気 学 会 雑 誌 , 第 W 3 巻 1 号 ,  P P . 2 2 ~ 2 6 )
H o g h  s p e e d  s l  T h y r i s t o r
I n t e r n a t i o n a l  E l e c t r o n  D e v l c e s  M e e t l n 牙  1 9 8 2 ,  s a n  F r a n ・
O n  t h e  R e a c t i o n  M e c h e n i s m  o f  G a A S  M O C V D
( 昭 和 5 8 年 2 月 ,  J .  E l e c t r o c h e m .  S O C . ,  V 0 1 . 1 3 0 ,  N O . 2 ,  P P . 4 1 3 ~ 4 1 7 )
プ ラ ズ マ エ ッ チ ン グ 反 応 過 程 の 解 明
( 昭 和 5 8 年 3 月 , 昭 和 5 7 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 研 究 成 果 報 告 書 )
ガ ス 分 析 に よ る  G a A S 気 相 成 長 の メ カ ニ ズ ム の 解 明 一 微 少 組 成 偏 倚 に つ い て
( 昭 和 5 8 年 3 児 , 文 部 省 科 学 研 究 費 特 定 研 究 ( 1 ) 「 ト レ ー ス ・ キ 十 ラ ク タ リ ゼ ー シ ,
ン 」
研 究 報 告 書 Ⅱ 応 用 ・ 情 報 篇 )
,
Investigetion of the Mechanism of GaAs vaper phase Epltexy by lnhared
Spectroscopy -on the slight Devlatlon from the stolchiometry-
(昭和58年3月, Grant、in、Aid special project Research, The Ministry of
Education, science end cU北Ure)
SITの高周波インバータへの応用
(昭和58年4月,昭和58年電気学会全国大会)
高速低損失パ'イポーラモードSIT(BSIT)の特性
(昭和58年4月,電子通信学会電子デバイス研究会, ED部・3, PP.15~22)
表面ゲート形ノーマリ・オフ高速静電誘導サイリスタ
(昭和58年4月,電子通信学会電子デパ'イス研究会, ED部・3, PP.37~44)
Efficiency of GaAIAs hetrostructure red 11ght・emitting dlodes
(昭和58年5月, J. APPI. phys., V01.54, NO.5, PP.2807~2812)
胃
Semiconductor Raman and BriⅡOuln Lasers for Far・1nfrared
(昭和58年,1nfrared and Mi11imeter waves, V01.フ, ed北ed
Academic press.1nc. PP.301~32の
,
LOW、Threshold semlconductor Raman Laser
(昭和58年8月,1EEE Journel of Quantum Electronics, V01.QE・19, NO.8,
PP.1251~1254)
簿膜:製造と測定
(昭和58年10月
37
光照射気相エピタキシャル成長
(昭和認年11月,応用物理学会応用電子物性分科会研究報告, NO.400,PP.1~6)
Recent Advances in visible LEDS
(昭和58年12月, proceedings of the lEEE lnt. Electron Devices Meeting,
PP.311~314)
, 第36回コロイトおよび界面化学討論会講演要旨集)
Influence of Arsenic pressure of the Defects ln GaAs cryste]S
(昭禾日58年, optoelectronic Materials and Devices, edited
Herman)
,
SIT IMAGE CONVERTER
(昭和58年12月, semiconductor Techn010gieS 1983, ed北ed by J. Nishizawa
(OHMSHA and N0此h、H0Ⅱand publishing co. Ltd.) PP.219~242)
Znsep、n接合からの青色発光
(昭和58年12月,応用物理学会応用電子物性分科会研究報告, NO.401, PP.20~25)
Generation
by K. J. Button,
SITにおける高周波化,光出力化
(昭和59年1月,応用物理,第53巻第 2号小特集, PP.115~119)
byM.A.
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S 1 サ イ リ ス タ
( 昭 和 5 9 年 3 月 , 昭 和 5 9 年 電 気 学 会 全 国 大 会 )
蒸 気 圧 制 御 Z n s e 結 晶 の 青 色 L E D の 試 作 と そ の 特 性
( 昭 和 5 9 年 3 月 , 昭 和 5 9 年 春 季 第 3 1 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 )
将 来 展 望
( 昭 和 5 9 年 5 月 , 半 導 体 格 子 欠 陥 シ ン ポ ジ ウ ム )
蒸 気 圧 制 御 温 度 差 法 に よ る  G a A S 液 相 エ ピ タ キ シ 十 ル 成 長 に お け る 砥 素 圧 制 御 と 転 位
( 昭 和 5 9 年 5 月 , 半 導 体 格 子 欠 陥 シ ン ポ ジ ウ ム )
半 導 体 レ ー ザ ー の 進 歩 と 展 望
( 昭 和 5 9 年 8 月 , レ ー ザ ー 学 会 研 究 会 報 告 , 第 1 0 0 回 研 究 会 記 念 講 演 )
G a A S の 光 照 射 エ ピ タ キ シ ャ ル 成 長
( 昭 和 諦 年 8 月 , 電 子 通 信 学 会 , 半 導 体 ト ラ ン ジ ス タ 研 究 会 ,  S S D 8 4 - 5 3 )
分 子 層 エ ピ タ キ シ ー  M o l e c u l a r  l a y e r  e p i t a x y
( 昭 和 5 9 年 8 月 , 電 子 通 信 学 会 , 半 導 体 ト ラ ン ジ ス タ 研 究 会 ,  S S D 8 4 - 5 5 )
原 子 層 エ ピ タ キ シ ャ ル 法 に よ る 結 品 成 長
( 1 唱 和 5 9 年 , 応 用 物 理 , 第 5 3 巻 第  6  号 ,  P P . 5 1 6 ~ 5 2 の
P e c e n t  p r o g r e s s  i n  L O W  T e m p e r a t u r e  p h o t o c h e m i c a l  p r o c e s s
( 昭 和 5 9 年 8 月 , 1 9 8 4  1 n t .  c o f .  o n  s o l i d  s t a t e  D e v i c e s  a n d  M a t e r i a l s )
T o t a Ⅱ y  L i 牙 h t  c o n t r 0 1 1 e d
Q u e n c h a b l e  s t a t i c  l n d u c t i o n
( 昭 和 5 9 年 8 月 1 9 8 4  1 n t .
T o t a 1 1 y  L i g h t  c o n t r 0 1 1 e d  s t a t i c
( 昭 和 5 9 年 , 1 4 t h  E u r o p e a n
E S S D E R C  ' 8 4
パ ネ ル 討 論 新 し い 情 報 処 理 デ バ イ ス
( 昭 和 5 9 年 9 月 , 情 報 処 理 学 会 第 2 9 回 ( 昭 和 5 9 年 度 後 期 ) 全 国 大 会 講 演 論 文 集  a ) )
,
N バ ッ フ ァ 付 き  S 1 サ イ リ ス タ の 試 作
( 昭 和 諦 年 9 月 , 電 気 学 会 竃 子 デ バ イ ス 半 導 体 電 力 変 換 合 同 研 究 会 )
T h y r l s t o r  o p t l c a Ⅱ y  T r 1 曾 g e r a b l e  a n d  o p t l c a 1 1 y
P h o t o ・ T h y r l s t o r
C o f .  o n  s o l i d  s t a t e  D e v i c e s  a n d  M e t e r i a l s )
光 ト リ ガ ・ 光 ク エ ン チ 静 電 誘 導 サ イ リ ス タ
( 昭 和 5 9 年 9 月 , 電 気 学 会 電 子 デ バ イ ス 半 導 体 電 力 変 換 合 同 研 究 会 )
I n d u c t l o n  T h y r l s t o r
S o l i d  s t a t e  D e v l c e
A  v e r y  H i g h  s e n s i t i v i t y  p h o t o t r a n s i s t o r  s t r u c t u r e
( 昭 和 5 9 年 1 0 月 9 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n
,
W a v e s )
I n f r a r e d  e n d  M i 1 1 i m e t e r
R e s s r h  c o n f e r e n c e ,
Semiconductor Raman Laser
(昭和59年10月,9th lnternational conference
气Naves)
Tunnett
(昭和59年10月
Waves)
Growth of LOW Dislocation Density GaAs by As pressure contr0Ⅱed
Czochralslo
(昭和59年10月, J. Electrochem. SOC. solid、state science and Techn010gy,
V01.131, NO.1の
, Infrared and MiⅡimeter9th lnternatlonal conferenceOn
Photo-EXC北ed Molecular Layer Epitaxy For Better cotr01 0f lmpuritles
(昭和59年10j], JEE oct.1984, PP.32~39)
ASイオン打ち込みされた GaASの RBS/チャンネリング法による解析
(昭和59年12月,第3 回法政大学イオンビームエ学シンポジウム講演予稿集, P.19)
A very High sensitivity and very High speed Light Tri宮宮ered and 上喰ht
Quenched static lnduction Thyristor (LTQ SI Thy)
(昭和59年12月,1EEE 1984 1nternational Electron Devlces Meetin宮)
Infrared and Mil]1meterOn
Statlc lnduction Thynstor
(昭和59年, JARECT, V01.玲, semiconductor Techn010gieS 1984 (OHM、
SHA,1TD and North H0Ⅱand publication company) PP.89~120)
Analysis AS+ implanted GaAS's by means of a multidirectional and high
depth resolution RBS/channeling technique
(昭不U59年12月, proceedings of the 3rd symposlum10n Beam Tech・On
n010gy, Hosei univ.)
39
A very High Gain and wide Dynamic Range static lnduction phototrensistor
(昭和60年1月,1EEE Electron DeⅦCe Letters, V01.EDL、6, NO.1, PP.17~19)
Semlconductor Raman laser
(昭和60年2 jj,1EE proceedings, V01.132, pt. J. NO.1, PP.81~84)
Blue light emisslon from znse p・n ]unctlons
(昭和60年3 jl, J. APP]. phys., V01.57, NO.6, PP.2210~2216)
Analyses of AS+ implanted GaAS's by means of a multidirectional and high
depth resolution RBS/channe11ng technlque
佃召不U60年3月, Report of Research center of lon Beam Techn010gy, Hosei
Univ. supplement NO.4, PP.21~31)
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L O W _ L O S S  H i g h  s p e e d  s w l t c h l n g  D e v l c e s , 2 3 0 0 ・ V  1 5 0 ・ A  s t e t i c  l n d u c t i o n
T h y r l s t o r
( 昭 和 6 0 年 4 月 , 1 E E E  T r a n s .  o n  E l e c t r o n  D e v i c e s ,  V 0 1 . E D ・ 3 2 ,  N O . 4 ,  P P . 8 2 2
~ 部 の
C o m p u t e r  s i m u l a t i o n  o f  t h e  s t a t i c  l n d u c t i o n  T h y r i s t o r  ( S I  T h y )
( 昭 和 6 0 年 5 月 , 6 t h  l n t .  c o n f .  o n  c o n t r o l  s y s t e m s  a n d  c o m p u t e r  s c i e n c e ,
P P . 1 0 6 ~ 1 1 8 )
M o l e c u l a r  L a y e r  E p l t a x y
( 昭 和 6 0 年 5 月 ,  J .  E l e c t r o c h e m .  S O C . :  s o l i d ・ s t a t e  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 宮 y ,
V 0 1 . 1 3 2 ,  N O . 5 ,  P P . 1 1 9 7 ~ 1 2 0 の
T u n n e t t
( 昭 和 印 年 5 月 , 1 n t e r n a t i o n e l  J o u r n a l  o f  l n f r a r e d  a n d  M i 1 1 i m e t e r  w a V 船 ,
V 0 1 . 6 ,  N O . フ ,  P P . 4 8 3 ~ 4 9 5 )
A d j u s t e b l e  c r o s s t e l k  e n d  B l o o m i n g  s u p p r e s s l o n  l n  l m a g l n g  D e v l c e s
( 昭 和 6 0 年 5 月 , 1 E E E  E l e c t r o n  D e " i c e s  L e t t e r s ,  V 0 1 . E D L ・ 6 ,  N O . 5 ,  P P . 2 2 9 ~
2 3 1 )
C u r r e n t  e m p l i f l c a t i o n  l n  n o n h o m o g e n e o u s  b a s e  s t r u c t u r e  a n d  s l T  s t r u c t u r e
( 昭 和 0 0 年 5 月 ,  J .  A P P I .  p h y s ,  V 0 1 . 5 7 ,  N O . 1 0 ,  P P . 4 7 8 3 ~ 4 7 9 7 )
A  v e r y  H i g h  s e n S 北 i v i t y  p h o t o t r a n s l s t o r  s t r u c t u r e
( 昭 禾 Ⅱ 6 0 年 5 月 , 1 n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  l n f r a r e d  a n d  M i l ] i m e t e r  w a v e s ,
V 0 1 . 6 ,  N O . 8 ,  P P . 6 4 9 ~ 6 7 3 )
L O W _ 1 0 S S  H i g h  s p e e d  s w i t c h i n 号  D e v i c e , 2 5 0 O V ・ 3 0 O A  S 捻 t i c  l n d u c t i o n  T h y r i s t o r
( 昭 禾 Ⅱ 6 0 年 6 月 , 1 E E E  p o w e r  E l e c t r o n i c s  s p e c i a l i s t s  c o n f e r e n c e )
P h o t o e x c i t a t i o n  E f f e c t s  o n  t h e  G r o w t h  R a t e  l n  t h e  v a p o r  p h e s e  E p l t a x l a l
G r o W 伽  o f  G a A S
( 昭 和 6 0 年 8 月 ,  J .  E l e c t r o c h e m .  S O C . :  s o l i d ・ s t a t e  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y ,
V 0 1 . 1 3 2 ,  N O . 8 ,  P P . 1 9 3 9 ~ 1 9 4 2 )
光 励 起 分 子 層 エ ピ タ キ シ ャ ル 法
( 昭 和 6 0 年 9 月 , 日 本 真 空 協 会 , 昭 和 6 0 年 9 月 研 究 例 会 ,  P P . 2 2 ~ 3 1 )
N e w  T h y r i s t o r  A p p l i c a b l e  t o  D c  p o w e r  T r a n s m l s s l o n
( 昭 和 6 0 年 9 月 ,  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  l E E  4 t h  l n t .  c o n f .  o n  A c  a n d  D C
P o w e r  T r a n s m i s s i o n )
T h e  o p e r a t i o n a l  c h e r 8 C t e r i s t i c s  o f  a  s t e t i c  l n d u c t i o n  T r e n s i s t o r  ( S I T )  1 m a g e
S e n s o r
( 昭 和 印 年 1 2 月 , 1 E E E  l n t e r n a t i o n a l  E l e c t r o n  D e v i c e s  M e e t i n g )
高性能半導体デバイスと完全結晶
(昭和60年3月,東北大学電通談話会記録,第53巻3 ・ 4号, PP.125~136
新しい化合物半導体俳舗命)
(昭和印年7月,化学工業, V01.36, NO.フ, PP.481~488)
超高速静電誘導サイリスタ
(昭和60年7月,電子通信学会, SSD85-27, PP.37~44)
Ⅲ一V,Ⅱ一Ⅵ族半導体の高輝度化
(昭和60年9月,昭和60年竃気・恬報関連学会連合大会講演論文集21,半導体発光・
受光素子, PP.132~135)
光励起による分子層エピタキシーと GaAS系結晶成長
(昭和60年10月,日本化学会第51秋季年会,化学関係協会連合協議会研究発表会講演
予稿集, P.57の
完全結晶の成長
(昭和60年10月,第35回東レ科学振興会科学講演会記録, PP.22~48)
Investi宮ation of the interstitial site ln AS+ 10n 1皿Planted GaAs by means of a
multidirectional and high depth resolutlon RBS/channelin号 technlque
(昭和61年1月, J. of physics c: solid state physics, V01.19, NO.1, PP、1~フ)
On structua11mpact of Lamp Annea11ng
(昭和61年1月, J. Electrochem. SOC.
V01.133, NO.1, PP.156~163)
41
Layer Growth in GaAS Epltaxy
(昭和61年2,3月, J. of crystal Growth, V01.74, NO.2, PP.331~337)
Stoichiometry contr01 0f compound semlconductors
(昭禾[161年3月, compound semiconductor science & Techn010gy sympo・
Sium, V01.10, NO.2)
Fabrication and opticel switching Results of the Double・Gate statlc・1nduction
Thyristor with the First planar・Gate and the second Burled・Gate structure
(昭和61年3月,1EEE Electron DeⅦCe Letters, V01.EDL・フ, NO.3, PP.175~
178)
Automatic measurement system for photocapacltometry analysls
(昭和61年3月, Review of scienti丘C lnstruments, V01.57, NO.3, PP.453~
462)
in Device Back-End processlng
S lid、state science and Techn010曾y,
P、type conduction ln znse grown by temperature difference method under
Contr0Ⅱed vapor pressure
(昭和61年3月, J. APPI. phys., V01.59, NO.6, PP.2256~2258)
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超 高 速 半 導 体 デ バ イ ス の 開 発
D e v e l o p m e n t  o f  s u p e r  H i 宮 h  s p e e d  s e m l c o n d u c t o r  D e v l c e s
( 昭 和 6 1 年 3 月 , 東 北 大 学 通 研 シ ン ポ ジ ウ ム 論 文 集 , 第 2 2 回 「 中 赤 外 波 帯 に 於 け る 導
波 技 術 と そ の 応 用 」 ,  P P . 1 9 6 ~ 2 0 3 )
A  L O W 、 L O S S  H i g h 、 s p e e d  s w i t c h i n g  D e v l c e :  T h e  2 5 0 0 ・ V  3 0 0 ・ A  s t a t l c  l n d u c t l o n
T h y n s t o r
E l e c t r o n  D e v o c e s ,  V 0 1 . E D - 3 3 ,  N O . 4 ,
( 昭 和 6 1 年 4 月 , 1 E E E  T r a n s .
O n
P P . 5 0 7 ~ 5 1 5 )
F u n c t i o n a 1  1 n t e g r a t i o n  o f  t h e  L 1 曾 h t ・ T r l g g e r e d  s t a t l c  l n d u c t l o n  T h y n s t o r  a n d
t h e  s t a t i c  l n d u c t i o n  p h o t o t r a n s l s t o r
( 昭 和 6 1 年 4 月 , 1 E E E  E l e c t r o n  D e v i c e  L e t t e r s ,  V 0 1 . E D L ・ フ ,  N O . 4 ,  P P . 2 6 5 ~
2 6 7 )
S i t e  L o c a t i o n  o f  A S 十 、 i o n - i m p l a n t e d  G a A s  b y  m e a n s  o f  a  m u l t i d i r e c t l o n a ]  a n d
h i g h 、 d e p t h - r e s o l u t i o n  R u t h e r f o r d  b a c k - s c s t t e r l n 宮 / c h a n n e 1 1 n g  t e c h n l q u e
( 昭 和 6 1 年 4 月 ,  J .  p h y s .  D :  A P P I .  p h y s ,  V 0 1 . 1 9 ,  P P . 1 0 7 3 ~ 1 0 7 8 )
P h o t o s t l m u l a t e d  m o l e c u l a r  l a y e r  e p l t a x y
( 昭 和 6 1 年 5 , 6 月 ,  J .  v a c .  s c i .  T e c h n 0 1 . ,  A 4 ( 3 ) ,  P P . 7 0 6 ~ 7 1 の
I n l - X G a x p  B u l k  c r y s t a l  G r o w t h  a n d  l n l - X G a x p  E P 北 a x l a l  G r o w t h  o n  l n l - X
G a x p  s u b s t r a t e  b y  t h e  T e m p e r a t u r e  D i f f e r e n c e  M e t h o d  u n d e r  c o n t r 0 1 1 e d
V a p o r  p r e s s u r e
( Π 召 和 6 1 年 7 月 ,  J .  o f  c r y s t a l  G r o w t h ,  N O . 7 6 ,  P P . 1 ~ 5 )
D e v e l o p m e n t  o f  o p t o e ] e c t r o n l c s
( 昭 禾 Ⅱ 6 1 年 6 月 ,  o p t o e l e c t r o n i c s 、 D e v i c e s  a n d  T e c h n 0 1 0 g i e s ,  V 0 1 . 1 ,  N O . 1 ,
P P . 1 1 2 ~ 1 1 3 )
半 導 体 筒 膜 結 晶 の 成 長 機 構
促 召 和 6 1 年 7 月 , 、 高 度 化 す る 簿 膜 技 術 の 基 礎 か ら 最 先 端 ま で " 日 本 学 術 振 興 会 第 1 3 1
委 員 会 , 第 3  回 簿 膜 ス ク ー ル ,  P P . 3 3 ~ 4 3 )
Ⅱ T  l m a g e  s e n s o r :  D e s i g n  c o n s l d e r a t i o n s  a n d  c h a r a c t e r i s t l c s
( 昭 和 6 1 年 6 月 , 1 E E E  T r a n s .  o n  E l e c t r o n  D e v i c e s ,  V 0 1 . E D ・ 3 3 ,  N O . 6 ,  P P . 7 3 5
~ 7 4 2 )
E x p e r i m e n t a l  s t u d y  o n  c u r r e n t  G a l n  o f  B S I T
( 昭 不 Π 6 1 年 6 月 , 1 E E E  T r a n s .  o n  E l e c t r o n  D e v i c e s ,  V 0 1 . E D 3 3 ,  N O . 6 ,  P P . 8 1 0
~ 8 1 5 )
G r e e t l n g
印 召 和 6 1 年 6 月 , 第 4  回 大 阪 酸 素 一 半 導 体 セ ミ ナ ー ,  P . 4 )
分 子 層 エ ピ タ キ シ ー
( " 召 和 6 1 年 6 月 , 第 4  回 大 阪 酸 素 一 半 導 体 セ ミ ナ ー ,  P . 9 1 ~ 1 2 2 )
Characterlstlcs of the epltaxial semlconductor Raman laser
(昭和61年8月,1EE PROCEEDINGS, V01.133, pt. J. NO.4, PP.259~263)
SIT フォトセンサの現在における研究開発と将来における応用一SIT イメージセンサの原
理と試作紹介一
(昭和61年8月, SEMICON News, PP.38~48)
Characteristics of the High speed sl Thyristor and its Application as the
60kHZ,10okw and the Efficiency of more then 90% 1nverter
(昭和61年9月,1986 1EEE 1986 PESC RECORDS)
SITを用い九高周波PWM インバータの損失評価について
(昭和61年9月,電気学会電子デパ'イス半導体電力変換合同研究会, EDD86-54,,
PP.フフ~86)
S1サイリスタの特性改善
(昭和61年9月電気学会電子デバイス半導体電力変換合同研究会, EDD86-55,,
PP.87~96)
集積化光トリガ・光クエンチ S1サイリスタの試作
(昭和61年9月,電気学会電孑デバイス半導体電力変換合同研究会, EDD86-56,,
PP.97~10の
3 次元 LSI
(昭和61年9月,「金属」創刊800号記念,特集材料のニューテク100, V01.56,,
NO.9, PP.56~57)
Fabricatlon and optical・SW北Chlng results
and quenched static induction thyrlstor
(昭和61年12月,1EEE Trans.On
PP.2031~2040)
Fabrication and optlcal swltching results on the lntegrated 11ght trlg宮ered
quenched (LTQ) static induction thyristor
(昭和61年9,10月, proceedings of lEEE 1986 1AS Annual Meeting, PP.366
~371)
Electron Devices, V01.ED、33, NO.12,
43
分子層成長と表面吸着
(昭和61年10月,、超'に挑む物質工学特別講演会,'固体表面の技術とその展開',,
PP.14~18)
On
Compound semiconductor Material
(昭和61年10月, New MaterialS 1986 Japan, osaka, PP.343~闘2)
Observation of the characteristic surface morph010gy lnl-XGaxp epitaxlal
Iayers wlth large la恍Ice mlsmatch to the Gap substrate
(昭和61年11月, J. of crystal Growth, V01.78, PP.274~278)
the lnte rated light・triggered
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R e a c t i o n  M e c h a n i s m  o f  G a A s  v a p o r ・ p h a s e  E p l t e x y
( 昭 和 6 1 年 ,  J .  E l e c t r o c h e m .  S O C . :  s o l i d 、 s t a t e  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y ,
V 0 1 . 1 3 3 ,  N O . 1 2 ,  P P . 2 5 6 7 ~ 2 5 7 5 )
N e w  E X P I 0 北 且 t i o n  o f  t h e  p o w e r  s e m i c o n d u c t o r  D e v l c e s - s t a t i c
T h y r l s t o r s
( 昭 和 6 1 年 1 2 刀 ,  D e n s h i  T o k y o ,  N O . 2 5 ,  P P . 1 0 2 ~ 1 0 6 )
N e a r y  p e r f e c t  c r y s t a l  G r o w t h  l n  Ⅲ 一 v  a n d  Ⅱ 一 Ⅵ  C o l n p o u n d s
( 昭 和 6 1 年 ,  J A R E C T ,  V 0 1 . 1 9 ,  s e m i c o n d u c t o r  T e c h n 0 1 0 g i e S  1 9 8 6  ( O H M ・
S H A ,  L T D  a n d  N o r t h 、 H 0 1 1 a n d  p u b ] i s h i n g  c o m p a n y )  P P . 1 7 ~ 8 の
B l u e  L i g h t 、 E m i t t i n g  z n s e  D i o d e
( 昭 和 6 1 年 ,  J A R E C T ,  V 0 1 . 1 9 ,  s e m i c o n d u c t o r  T e c h n 0 1 0 牙 i e S  1 9 8 6  ( O H M ・
S H A ,  L T D  a n d  N o r t h 、 H 0 1 1 a n d  p u b l i s h i n g  c o m p a y )  P P . 3 2 5 ~ 認 6 )
P h o t o n  E n h a n c e m e n t  o f  D e c o m p o s l t l o n  o f  A S H 3  a n d  T M G
( 昭 和 6 2 年 2  j l ,  J .  E l e c t r o o c h e m .  S O C . :  s o l i d ・ s t a t e  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y ,
V 0 1 . 1 3 4 ,  N O . 2 ,  P P . 5 0 2 ~ 5 0 4 )
D i s l o c e t i o n  i n  G a A s  c r y s t e l s  G r o w n  b y  A S ・ p r e s s u r e  c o n t r 0 1 1 e d  c z o c h r a l s k i
M e t h o d
( 昭 不 Ⅱ 5 2 年 ,  D e f e c t s  a n d  p r o p e r t i e s  o f  s e m i c o n d u c t o r s ,  K T K  s c i e n t i f i c
P u b l i s h e r s ,  P P . 2 5 ~ 3 6 )
P r a c t i c a l  L i m i t s  f o r  o p t i c a l  T e s t  o f  s p a t i a l  R e s o l u t i o n  A d ν 日 n c e d  l m a g l n 曾
1 ) e v l c e s
( 昭 和 6 2 年 2 月 , 1 E E E  T r e n s .  o n  E l e c t r o n  D e " i c e s ,  V 0 1 . E D ・ 3 4 ,  N O . 2 ,  p a r t  l ,
P P . 2 釘 ~ 2 7 の
M e c h a n i s m  o f  s u r f a c e  R e a c t l o n  l n  G a A S  L a y e r  G r o w t h
( { 1 召 和 6 2 年 ,  s u r f a c e  s c i e n c e  1 8 5 ,  P P . 2 4 9 ~ 2 6 8 )
I n d u c t i o n
C r y s t a l  G r o w t h  o f  p 、 z n s e  e n d  z n s e  a n d  z n s e  p ・ n  J u n c t i o n
( 昭 和 6 2 年 3 月 ,  S P I E ,  V 0 1 . 7 9 6 ,  G r p w t h  o f  c o m p o u n d  s e m i c o n d u c t o r s ,
P P . 6 7 ~ 7 2 )
D e p o s i t i o n  M e c h a n i s m  o f  G a A S  E p l t e x y
( 昭 和 6 2 年 4 月 ,  J .  E l e c t r o c h e m .  S O C . :  s o l i d ・ s t e t e  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y ,
V 0 1 . 1 3 4 ,  N O . 4 ,  P P . 9 4 5 ~ 9 5 D
A  D o u b l e 、 G a t e 、 T y p e  s t a t l c  l n d u c t i o n  T r a n s l s t o r
( Π 召 和 6 2 年 6 月 , 1 E E E .  T r a n s .  o n  E l e c t r o n  D e v i c e s ,  V O ] . E D ・ 3 4 ,  N O . 6 ,
P P . 1 3 9 6 ~ 1 4 0 6 )
2 0 K H Z , 5 k 圦 I  c l a s s  o f  t h e  s t a t l C  1 Π d u c t i o n  T r a n s l s t o r  T y p e  H i g h  F r e q u e n c y ・
L i n k  D C 、 t o 、 D c  c o n v e r t e r
( 昭 和 6 2 年 6 月 , 9 t h  l n t e r n a t i o n a l  T a l e c o m m u n i c a t i o n s  E n e r g y  c o n f e r e n c e )
60kHZ,10okw static lnduction (SD Thyristor Type voltage・contr011ed series
Resonant lnverter for lnduction Heating
(昭和62年6月, proceedings of the 18th Annua11EEE power Electronics
SpeciaHsts conference、PESC '87, PP.508~515)
Ga11ium Arsenide thin films by low、tempereture photochemicsl processes
(昭和62年7,8月, J. V8C. sci. Techn01, A5(4), PP.1572~157フ)
表面吸着反応による
(昭和62年7月
PP.86~89)
Heterostructure semiconductor Ramen leser
(昭和62年8月,1EE proceedings, V01.134, pt. J. NO.4, PP.215~22の
,
半導体における光応用非破壊評価法
(昭和62年9月,1nspeC 1987, NO.13, PP.16~21)
GaAS結晶成長
日本結晶成長学会誌, V01.14, NO.1,(第19回結晶成長国内会議),
Recent Development of the power static lnduction Transistor ln Jepan
(昭和62年9月, officiel proceedings of the 14th lnt. PCI '87 Conference
SATECH '87, PP.118~132)
The Experimental and Theoretical study on the High Frequency and High
Efficiency sl Thyristor Type sinusoidal pwM lnverter
(昭和62年9月, offcial proceedings of the 14th lnt. PCI '87 Conference
SATECH '87, PP.167~玲D
Ikw、class of the ups using the static lnduction Transistor (SIT) Type
Sinusoidal p、VM lnverter
(昭和62年9月, of丘Cial proceedings of 伽e 14th lnt. PCI '87 Conference
SATECH '87, PP.199~213)
45
Performance Trade-off for the static lnduction (SD Thyristor
(昭和62年9月, official proceedings of the 14th lnt. PCI '87 Conference
SATECH '87, PP.268~28D
New Exploitation of the power semiconductor Devlce in Japan・power slTS
and sl Thyrlstors
(昭和62年9月, official proceedings of the 14th lnt. PCI '87 Conference
SATECH '87, PP.453~464)
新型アノードシ.ート構造の S1サイリスタ
(昭和62年10月,電気学会電子デバイス半導体電力変換合同研究会資料, EDD釘・
66, SPC87-50, PP.37~49)
高周波ハ゜ワ- SITの特性
(昭和62年10月,電気学会電子デバイス半導体電力変換合同研究会資料, EDD87・
68, SPC87-52, PP.61~7の
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S I T  を 用 い ナ こ l k W 級 U P S  の 開 発
( 昭 和 6 2 年 1 0 月 電 気 学 会 竃 子 デ バ イ ス 半 導 体 電 力 変 換 合 同 研 究 会 資 料 ,  E D D 8 7 ・
,
6 9 ,  S P C 8 7 - 5 3 ,  P P . 7 1 ~ 8 の
L a t e r a l  o p t l c a l  c o n f l n e m e n t  o f  t h e  h e t e r o s t r u c t u r e  s e m l c o n d u c t o r  R a m a n  l a s e r
( 昭 和 6 2 年 1 1 月 ,  A P P I .  p h y s .  L e t t ,  V 0 1 . 5 1 ,  N O . 1 8 ,  P P . 1 4 5 7 ~ 1 4 5 8 )
U l t r a  H i g h  s p e e d  B a Ⅱ i s t i c  D e v i c e s
I S I T
( 昭 不 Ⅱ 6 2 年 1 2 月 ,  p h y s i c s  o f  s e m i c o n d u c t o r  D e v i c e s  p r o c e e d i n 目 S  o f  t h e  4 t h
I n t e r n a t i o n a l 、 入 l a r k s h o p )
未 来 を に な う 材 料 科 学
P h o t o ・ A s s i S し e d  M o l e c u l a r  L a y e r  E p i t a x y
( 昭 和 6 2 年 1 2 月 ,  M a t e r i a l s  R e s e a r c h
V 0 1 . 1 0 1 )
M e c h a n i s m  o f  c r y s t a l  G r o w t h  o f  G a A s  i n  c h e m i c a l  v a p o r  D e p o s i t i o n  ( C V D )
( 昭 和 6 2 年 ,  S P I E ,  V 0 1 . 7 9 6 ,  G r o w t h  o f  c o m p o u n d  s e m i c o n d u c t o r s ,  P P . 1 7 5
~ 1 8 D
I n  s i t u  A n a l y s i s  o f  p h o t o e x c i t e t i o n  E f f e c t s  o n  G a C 1 3
( 昭 和 6 2 年 1 2 j l ,  J .  E l e c t r o c h e m .  S O C .  V 0 1 . 1 3 4 ,  N O . 1 2 ,  P P . 3 1 5 5 ~ 3 1 5 9 )
P h o t o s t i 血 U l a t e d  M o l e c u l a r  L a y e r  E p i t a x y
光 励 起 分 子 層 エ ピ タ キ シ ー
( 昭 和 6 2 年 ,  D e n s h i  T o k y o ,  N O . 2 6 ,  P P . 1 2 0 ~ 1 2 4 )
G a A s  c r y s t a l  G r o w t h
( 昭 不 Ⅱ 6 2 年 ,  p r o c .  c o n f .  o n  " p r o c e e d i n g  o f  E l e c t r o n i c  M a t e r i a l s " ,  P P . 1 3 4 ~
1 5 1 )
S o c i t y  s y m p o s l u m  p r o c e e d l n 宮 S ,
半 遵 体 完 全 結 晶 へ の 道
( 昭 和 6 3 年 2 月 , 第 3 回 「 大 学 と 科 学 」 公 開 シ ン ポ ジ ウ ム
一 人 が 操 る 原 子 の 世 界 一 予 稿 集 ,  P P . 1 0 6 ~ Ⅱ 5 )
L O W  L O S S  H 喰 h  G a i n  3 0 O V 、 2 0 O A  c l a s s  N o r m a Ⅱ y 、 o f f  s l T  M o d u l e  f o r  D C
M o t o r  c o n t r 0 1
( 昭 和 6 3 年 4 月 ,  P E S C  ' 8 8  R e c o r d  1 9 t h  A n n u a 1  1 E E E  p o w e r  E l e c t r o n i c s
S p e c i a l i s t s  c o n f e r e n c e ,  V 0 1 , 2 ,  P P . 7 0 3 ~ 7 0 8 )
I M H Z , 1 k w  s e r i e s  R e s o n a n t  c o n v e r t e r  f o r  u l t r a s o n l c  T r a n s d u c e r  u s l n g  t h e
H i g h  F r e q u e n c y  p o w e r  s l T S
( 昭 和 6 3 年 4 月 ,  P E S C  ' 8 8  R e c o r d  1 9 t h  A n n u a 1  1 E E E  p o w e r  E l e c t r o n i c s
S p e c i a l i s t s  c o n f e r e n c e ,  V 0 1 . 2 ,  P P . 1 2 3 6 ~ 1 2 4 3 )
H i g h - p e r f o r m a n c e  s l - T h y r i s t o r  a n d  l t s  A P P 1 1 C a t i o n  t o  p w M  l n v e n t e r
( 昭 不 Π 6 3 年 4 月 ,  P E S C  ' 8 8  R e c o r d  1 9 t h  A n n u a 1  1 E E E  p o w e r  E l e c t r o n i c s
S p e c i a l i s t s  c o n f e r e n c e ,  V 0 1 . 2 ,  P P . 1 3 0 3 ~ 1 3 1 0 )
Surfece Reaction Mechanism of GaAS EP北且Xy
(昭和63年, proceedin目S of the symposium
205)
Photoexcited Molecular Layer Epltaxy
(昭和63年, proceedings of the symposium on DRY PROCESS, PP.206~
213)
Mass spectrometric Analysis of Gas Molecule Adsorption on solid
Surface and coHold(昭和63年6月,6th lnternational conferenceOn
Science Abstracts, PP,19~2Φ
Recent Development and Future potential of the power static lnduction (SD
1)evlces
(昭和63年7月, Third lnternationel conference on powER ELECTRONICS
and vARIABLE、SPEED DRIVES,1EE conference publication, NO.291,
PP,21~24)
Proton lrradiated High speed sl・Thyrlstors
(昭和63年7月, Third lnternational conference on powER ELECTRONICS
and vARIABLE、SPEED DRIVES,1EE conference publicetion, NO.291,
PP,25~28)
Recent Development of the static lnduction (SD Thyristors
(昭和63年7月, Third lnternetion81 Conference on powER ELECTRONICS
and vARIABLE、SPEED DRIVES,1EE conference publicetion, NO.291,
PP,37~40
High Quality Ga11ium Arsenide crystels
(昭禾口63年11月, proceedings of the 4th end 5th lnternetional courses on
PHYSICS OF MATERIALS, PP.130~134)
DRY PROCESS, PP.194~On
47
mlcrotwlnOn
Bright pure Green Emission from N・Free Gap LED'S
(昭禾口63年11月, proceedin宮S of the 4th and 5th lnternational courses on
PHYSICS OF MATERIALS, PP.365~369)
SI Thyristors Hold promise for lmproved Dc power Transmlsslon
(昭和63年6月, officiel proceedings of the 15th lnt、 PCI '88 Conference,
PP.336~343, official proceedlngs of the 12th MOTOR・CON 88 1nt.
Conference, PP.296~303)
SI Thyristors Hold promise for Long Dlstance Dc power Transmlsslon
(昭和63年6月, PCI & MOTOR CON'88,1nternetionel vlp Forum)
Vapor、phese Epitaxial Growth of GeAs using GaC13 and ASH3
(昭和63年7月, J. Electrochem. SOC. V01.135, NO.フ, PP.]813~玲16)
The effect of nonstoichiometry end p018rity of the (111) plane
formation in ion-implanted GaAS
(昭和63年8月,J. APPI. phys., V01.64, NO.3, PP.1〕36~U39)
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C u r r e n t - v o l t a g e  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  N o l s e  p e r f o r m a n c e  o f  a  s t a t l c  l n d u c t l o n
T r a n s l s t o r  f o r  v i d e o  F r e q u e n c y
( 昭 和 6 3 年 7 月 , 1 E E E  T r a n s .  o n  E l e c t r o n  D e v i c e s ,  V 0 1 . 3 5 ,  N O . フ )
T h e  c w  G a A S  T U N N E T T
( 昭 和 6 3 年 ,  T o p i c s  i n
P P . 1 ~ 4 6 )
S I T  a s  B a Ⅱ i s t i c  D e v i c e
( 昭 和 6 3 年 ,  T o p i c s  i n  M i Ⅱ i m e t e r  w a v e  T e c h n 0 1 0 g y  v 0 1 . 2 ,  c h a p t e r  5 ,
P P . 2 1 3 ~ 2 4 7 )
S I  T h y r i s t o r s  H o l d  p r o m l s e  f o r  l m p r o v e d  D c  p o w e r  T r a n s m l s s l o n
( 昭 和 6 3 年 1 0 月 ,  P C I M  o c t . 1 9 朋 ,  P P . 3 2 ~ 3 4 )
D l o d e
M i 1 1 m e t e r
P h o t o a s s l s t e d  d e p o s i t i o n  p r o c e s s
( 昭 和 6 3 郁 ,  T h i n  s o l i d  F i l m s ,  V 0 1 . 1 6 3 ,  P P . 1 4 9 ~ 1 5 6 )
G r o w t h  K i n e t i c  s t u d y  i n  G a A S  M o l e c u l a r  L a y e r  E p l t a x y  l n  T M G / A S H 3
S y s t e m
( 1 唱 不 Π 6 3 年 5 月 ,  p r o c .  o f  t h e  4 t h  l n t .  c o n f .  o n  M e t a l o g a n i c  v a p o r  p h a s e
E P 北 a x y ,  P P . 9 8 ~ 1 0 7 )
T e c h n 0 1 0 g y  v 0 1 . 2 ,  c h a p t e r  l ,
入 入 l a v e
A p p l i c a t i o n  o f  t h e  p o w e r  s t a t i c  l n d u c t i o n  ( S D  D e v i c e s
( 昭 和 6 3 年 1 2 月 ,  o f f i c i a l  p r o c .  o f  t h e  l s t  l n t .  P C I M  ' 8 8  ( p o w e r  c o n 兜 r s i o n ),
C o n f ,  P P . 1 ~ 1 2 )
C h a r a c t e r i s t i c s  o f  1 6 0 O V  3 0 O A  S I  T h y r l s t o r s
( 昭 和 6 3 年 1 2 月 ,  o f f i c i a l  p r o c .  o f  t h e  l s t  l n t .  P C I M  ' 8 8  ( p o w e r  c o n v e r s i o n )
C o n f ,  P P . 1 5 5 ~ 1 6 4 )
L O W 、 L O S S  H i 曾 h  E f f i c i e n c y ,  p l a n a r ・ G a t e  N o r m a Ⅱ y ・ o f f  t y p e  s t a t l c  l n d u c t l o n
( S D  T h y H s t o r
( 昭 和 6 3 年 1 2 月 ,  o f f i c i a l  p r o c .  o f  t h . 1 S t  l n t .  P C I M  ' 8 8  ( P O W 貯  C o n w r s i o n )
C o n f ,  P P . 1 6 5 ~ 1 7 3 )
M o d u l e  u s l n 宮  a n  A i n  l n s u l a t o r
P r o c .  o f  t h e  l s t  l n t .  P C I M  ' 8 8  ( p o w e r  c o n v e r s i o n )
H i g h  F r e q u e n c y  p o w e r  s l T
( 昭 和 6 3 年 1 2 月 ,  O H i c i a l,
C o n f . ,  P P . 2 2 0 ~ 2 2 8 )
H i g h  c e r r i e r  F r e q u e n c y  p w M  l n v e r t e r  u s l n g  t h e  H i g h  F r e q u e n c y  p o w e r  s l T
( 昭 和 6 3 年 1 2 月 ,  o f f i c i a l  p r o c .  o f  t h e  l s t  l n t .  P C I M  ' 8 8  ( p o w e ,  c o n " e r s i o n )
C o n f . ,  P P . 4 6 9 ~ 4 7 8 )
Q u a s i 、 R e s o n a n t  D C / D c  c i n v e r t e r  u s i n g  a  s i n g l e  s l  T h y r i s t o r
( 昭 和 船 年 , 1 E E E ,  P P . 6 8 ~ 7 5 )
Semiconductor Devlces EspeciaⅡy for power Electronlcs
(昭不Ⅱ63イf11月, pr0宮ress in Hi宮h Temperature superconductlV北y, V0118,
The science of superconductivity and New Materials, PP.278~292)
The MOS SIT and lts lntegration
絶縁ゲート型静電誘導トランジスタとその集積化
(昭和63年, DenshiToky0 1988,第27号, PP.83~92)
Characteristics of the ni宮h、speed sl Thyristor and lts APP11Catlon to the
60、kHZ I00、kw High・Efflciency lnverter
(平成元年1月,1EEE Trans. on power E]ectronics, V01.4, NO.1, PP.92~
100)
Doplng ln Molecular Layer Epltaxy
(平成元年2月, J, Electrochem, SOC, VO].136, NO.12, PP.478~484)
Mass spectrometric Analysis of Gas Molecule Adsorption on solid
(平成元年, C0110ids and surfaces, V01.38, PP.103~112)
Characteristics of the static lnduction (SD Thyristor at Liquid Nltrogen
(LN2) Temperature
(平成元年5月,1nt. symposium on power Electronics)
Microwave static lnduction Translstor
(平成元年9月,1nt. symposium
Techn010gy)
Coming power Electronlc Revolution
(平成元年10月, PCIM '89)
49
In pursuite of the ldeal swltch
(平成元年10月, PCIM '89)
メソスコピック STT とタンネットダイオート
(平成2年2月,第26回通研シンポジウム「光と屯波の境界」予稿集, PP.27~4D
分子層エピタキシー
(平成2年2月,第26回通研シンポジウム「光と電波の境界」予稿集, PP.43~68)
(SIT)
RecentOn
Stoichiometry controlfor Growth of Ⅲ一v crystals
(to be published in J. of crystal Growth,1989)
Hetroepitaxy of Gap、AIXGal-xp system by the temperature difference metbod
Under controHed vaper pressure (TDM・CVP)
(to be published in J. of crystal Growth,1989)
Advances
Molecular Leyer Epltaxy of si11Con
(to be published in J. of crystal Growth,1989)
In入ιicrowave
5 0
O n  t h e  r e e c t i o n  m e c h a n i s m  o f  G a A S  M o l e c u l a r  L a y e r  E l i t a x y
( t o  b e  p u b l i s h e d  i n  J .  o f  c r y s t a l  G , o w t h , 1 9 8 9 )
B u r i e d  H e t e r o s t r u c t u r e  s e m i c o n d u c t o r  R a m a n  L a s e r  w l t h  T h r e s h o l d  R a m p
P o w e r  l e s s  t h a n  l w a t t
( t o  b e  p u b l i s h e d  i n  J .  A P P I .  p h y s . ,  D e c e m b e r  l , 1 9 8 9 )
R e d i a t i v e  R e c o m b i n a t i o n  M e c h e n i s m s  i n  s t o i h i o m e t r y ・ c o n t r 0 Ⅱ e d  G a p
C r y s t a l s
( t o  b e  p u b l i s h e d  i n  J .  A P P I .  p h y s . ,  J a n u a r y  l , 1 9 9 の
S e m i c o n d u c t o r  R e m a n  l a s e r  e s  a  t o o l f o r  w i d e b a n d  o p t l c a l  c o m m u n i ・ c a t i o n s
( t o  b e  p u b l i s h e d  i n  t h e  s p e c i e l i s s u e  o f  l E E E  p r o c e e d i n g s  p e r t  J . )
S t o i c h i o m e t r y  D e p e n d e n t  D e e p  L e v e l s  l n  n ・ t y p e  G e A S
( t o  b e  p u b l i s h e d  i n  J .  A P P I .  p h y s ,  F e b . 1 5 , 1 9 8 9 )
